
 
 

防衛省規格 ＮＤＳ 

Ｚ  ９ ０ １ １ Ｂ 

  信 頼 度 予 測      制 定  昭 和 5 5 .  2 . 2 9 

改 訂  平 成 2 6 . 1 0 . 2 3 

目   次 

ページ 

1 適用範囲 ··································································· 1 

2 引用規格 ··································································· 1 

3 用語及び定義 ······························································· 1 

4  区分 ······································································· 1 

5 一般原則 ··································································· 1 

5.1 信頼度要求の分析 ························································· 1 

5.2 信頼度予測手法の原則 ····················································· 2 

6 細部要求事項 ······························································· 2 

6.1 可能性予測 ······························································· 2 

6.1.1 実施の時期 ····························································· 2 

6.1.2 予測手順 ······························································· 2 

6.1.3 予測手順の別法 ························································· 2 

6.2 設計予測 ································································· 2 

6.2.1 実施の時期 ····························································· 2 

6.2.2 予測手順 ······························································· 2 

6.2.3 予測手順の別法 ························································· 3 

6.3 機器の定義付け ··························································· 3 

6.3.1 機器の定義付け ························································· 3 

6.3.2 機器の定義付けの順序 ··················································· 3 

6.4 信頼度モデルの設定 ······················································· 3 

6.4.1 信頼性ブロックダイヤグラムの作成 ······································· 3 

6.4.2 動作の代替モードの明示 ················································· 4 

6.4.3 ブロックの識別 ························································· 4 

6.4.4 数学モデルの誘導 ······················································· 4 

6.4.5 時間の指定 ····························································· 4 

6.4.6 仮定 ··································································· 4 

6.5 信頼度（故障率）の計算 ··················································· 5 

6.5.1 部品表のとりまとめ ····················································· 5 

6.5.2 部品のストレス係数と故障率モデルの決定 ································· 5 

6.5.3 故障率の合成 ··························································· 5 



 (ii)

ページ 

6.5.3.1 ブロックの故障率の算出 ··············································· 5 

6.5.3.2 上部機能構成部の故障率の計算 ········································· 5 

6.5.3.3 要求信頼度への換算 ··················································· 5 

6.5.4 信頼度予測計算の簡略化 ················································· 5 

6.5.5 使用データの立証 ······················································· 5 

6.6 予測の評価 ······························································· 5 

6.6.1 予測値の評価 ··························································· 5 

6.6.2 信頼度向上の手段 ······················································· 6 

6.7 報告 ····································································· 6 

 

解説 ·········································································· 7 



 

防衛省規格          ＮＤＳ 

Ｚ  ９ ０ １ １ Ｂ 

信 頼 度 予 測         制 定  昭 和 5 5 .  2 . 2 9 

改 訂  平 成 2 6 . 1 0 . 2 3 

 

1  適用範囲 

この規格は，防衛省において使用する電子機器に対する信頼度予測について規定する。  

 

2 引用規格  

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の一部を構成する。これら

の引用規格は，その最新版を適用する。 

  JIS Z 8115 ディペンダビリティ（信頼性）用語  

  MIL-HDBK-217F Notice2 (Reliability Prediction of Electronic Equipment) 

3  用語及び定義 

 用語及び定義は，  JIS Z 8115 によるほか，次による。 

3.1 

デューティサイクル 

 機器の動作時間の全時間に対する比をいう。 

3.2 

残存確率 

 機器がある時点でなお規定の役割を実行する確率をいう。 

3.3 

時間プロフィル 

 意図する使用，機器の所期の使い方又は役割を時間軸として展開したものをいう。 

 

4 区分 

 信頼度予測は，実施の時期によって次のとおり区分する。 

a) 可能性予測 

b) 設計予測 

 

5 一般原則 

5.1 信頼度要求の分析 

信頼度要求は，次により分析を行うものとする。 

a) 調達要求者は，機器に対する運用要求を分析し，技術的な要求を適切に記述すること。 

b) 契約相手方は，それらの信頼度要求を確認し，機器各部が実行すべき役割についての詳細な

検討を行って，それを明確に把握すること。 
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5.2 信頼度予測手法の原則 

 予測手法は，別に定めのない限り，部品故障法を用いるものとする。部品故障法とは，次の前

提で実施する信頼度予測法である。 

a) 機器の故障は，部品の故障によってのみ発生する。 

b) 部品の故障は，互いに独立して発生する。 

したがって，部品故障率が所期の期間一定であると見なせる場合は，機器をいくつかの機能ブ

ロックに分解し，各ブロックは部品の直列システムになっているとして，ブロックの故障率を部

品故障率の和として計算を行うものとする。しかし，部品故障率が所期の期間一定と見なせない

場合は，個々の部品の信頼度の合成による方法を用いるものとする。 

 

6 細部要求事項 

6.1 可能性予測 

6.1.1 実施の時期 

可能性予測は，機器開発の構想・調査の段階で行うものとする。この段階とは当初の設計構想

から，基本設計の終わりに至るまでの期間のことをいう。 

6.1.2 予測手順 

予測手順は，次のとおりとする。 

a) 機器の定義付け 

b) 信頼度モデルの設定 

c) 機器の信頼度計算 

6.1.3 予測手順の別法 

新しいデータによって，より正確な予測が可能な場合は，そのデータを用いて予測を行っても

よい。ただし，用いたデータについて，その適用の正当性を明確に示すものとする。 

6.2 設計予測 

6.2.1 実施の時期 

設計予測は，基本設計終了の段階から詳細設計が完了して，製作図面を作成して生産に移行す

るまでの期間で行うものとする。 

6.2.2 予測手順 

予測手順は，次のとおりとする。 

a) 機器の定義付け 

b) 信頼度モデルの設定 

c) 各機能ブロックに対する部品点数の決定 

d) 各部品に対するストレス係数と故障率モデルの決定 

e) 各部品の故障率の計算 

f) 各機能ブロックの信頼度の計算 

g) 機器の信頼度の計算及び要求信頼度表現への換算 
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6.2.3 予測手順の別法 

新しいデータによって，より正確な予測が可能な場合は，そのデータを用いて予測を行っても

よい。ただし，用いたデータについて，その適用の正当性を明確に示すものとする。 

6.3 機器の定義付け 

6.3.1 機器の定義付け 

機器又はその構成部は，次の事項について，明確に定義付けるものとする。 

a) 目的，意図した使用又は役割及び使用期間 

b) 性能パラメータ及びその許容される限界 

c) 物理的及び機能的範囲 

d) 故障の条件 

6.3.2 機器の定義付けの順序 

機器の定義付けの順序は，次のとおりとする。 

a) 順序１ 次の事項を含め，機器の目的,意図した使用又は役割を定義する。 

1) 役割の機能と動作モード 

2) 使用期間中に予期される機器の運用条件 

3) デューティサイクル又は動作期間 

b) 順序２ 信頼度要求を各役割に対して確立する。また，役割要求を下部機能構成部に対する

要求に分解する。 

c) 順序３ 機器及びその構成部の動作上のパラメータとその限界を確立して規定する。 

d) 順序４ 機器の物理的及び機能的範囲を規定する。物理的範囲とは，次のようなものとする。 

1) 最大寸法 

2) 最大質量 

3) 安全性条項 

4) 人間ファクタの制約 

5) 材料の特性 

6) その他 

機能的範囲は，機器内の予測対象ユニット又は構成部品ごとに規定する。対象とする機器

が他の機器に含まれたり，又は他の機器に依存したりしている場合は，その両立性のために

インターフェイスを検討しなければならない。 

e) 順序５ a)～d)の中で，限界を超える条件を故障条件として列挙する。故障とは，一つ以上

の性能パラメータが，規定された限界を超えることにより，規定された役割を実行すること

ができなくなることとする。 

6.4 信頼度モデルの設定  

6.4.1 信頼性ブロックダイヤグラムの作成 

機器の役割実行のための要求を理解するために，信頼性ブロックダイヤグラムを作成して，予

測対象の範囲を明らかにするとともに，満足な動作のために必要な機能ブロック及びこれらの関
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係を明示するものとする。 

6.4.2 動作の代替モードの明示 

信頼性ブロックダイヤグラムを作成するときには，機器が特別の機能を実行するのに一つ以上

の方法を持ち，又は多目的のために同一ブロックが別の機能を発揮する場合は，これらの動作の

代替モードを明示しておかなければならない。 

6.4.3 ブロックの識別 

信頼性ブロックダイヤグラムのそれぞれのブロックは，次のようにして識別できるようにして

おくものとする。 

a) 数個のブロックしかないダイヤグラムでは，ブロックの中に全体の識別を表示してよい。 

b) ブロックの数が多くて，全体の識別表示ができないダイヤグラムは，各ブロックをコードに

よって識別できるようにする。その際用いるコードは，ダイヤグラムの片側か，次のページ

に一覧表示にして対照できるようにする。 

6.4.4 数学モデルの誘導 

数学モデルの誘導は，信頼性ブロックダイヤグラムのそれぞれの機能ブロックに対する残存確

率及びそれらを合成して全体の残存確率を求める方程式を導くものとする。 

6.4.5 時間の指定 

信頼性ブロックダイヤグラムの各ブロックに対する時間要求は，機器が役割を実行するように

企画された運用上の期間とブロックの機能によって決定し配分する。 

機器が役割の異なった段階で，異なった機能モードで動作する場合，又はある条件になったと

きだけ，その一部の構成部だけが作動する場合は，それらの動作時間要求を明確にしておかなけ

ればならない。また，機器が連続的な動作を行わない場合は，予想される動作の全体の時間プロ

フィル又は動作時間の順序をデューティサイクルによって表すものとする。配分の時間要求が明

確に表現できない場合は，使用期間中の成功確率によってもよい。 

6.4.6 仮定 

信頼度モデルに用いた仮定は，6.7 に明記しなければならない。信頼性ブロックダイヤグラム

を作成するに当たっては，次の二つの仮定を用いるものとする。 

a) 技術的仮定 技術的仮定は，対象とする個々の機器によって異なり，機器とその個々の動作

モードを検討して決定する。 

b) 一般的仮定 一般的仮定は，すべての信頼性ブロックダイヤグラムに適用する。一般的仮定

は，次のとおりとする。 

なお，この仮定は，6.7 に記載する必要はない。 

1) ダイヤグラムのブロックを結ぶ線は，ダイヤグラムに順序と方向を与えるだけで，信頼度

におけるいかなる意味の数値も有していない。 

2) ダイヤグラムのブロックによって示される各構成部の故障は，別の動作モードが作動しな

い限り，機器全体の故障の原因となる。したがって，全構成部は直列構成である。 

3) ダイヤグラムのブロックによって示される各構成部は，故障の確率に関しては他のどのブ
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ロックとも無関係である。したがって，故障は独立して起こる。 

4) 作業者による誤操作はないという前提で，本規格は成立する。 

6.5 信頼度（故障率）の計算 

信頼度（故障率）の計算は，次の順序によって行うものとする。 

6.5.1 部品表のとりまとめ 

信頼性ブロックダイヤグラムの各ブロックに，そこに採用される部品を一覧表にまとめるもの

とする。 

6.5.2 部品のストレス係数と故障率モデルの決定 

部品故障率を計算するための部品のストレス係数と故障率モデルは，MIL-HDBK-217F Notice 2

を用いて決定するものとする。 

なお，特に調達要求者が，機器の一部又はその部品について，信頼度の既知の値又は推定値を

示したときは，それを用いるものとする。ただし，契約相手方が上記のいずれにもよることがで

きない部品を使用するときは，その適用の正当性を明確に示すものとする。 

6.5.3 故障率の合成 

6.5.3.1 ブロックの故障率の算出 

各ブロックの故障率は，次により求める。 

a) 6.5.2 によって部品の故障率を算出する。 

b) 6.5.1 に従い，a)によって求めた値を合算していく。 

6.5.3.2 上部機能構成部の故障率の計算 

6.4.4 によって求めた方程式に，6.5.3.1 によって得た値を代入して，順次高次の構成部におけ

る故障率又は残存確率を計算する。 

6.5.3.3 要求信頼度への換算 

6.5.3.2 によって得た故障率又は残存確率の値を，要求されている信頼度の表現に合わせるた

めの換算を行う。 

6.5.4 信頼度予測計算の簡略化 

信頼度の概算値を得ようとするときは，MIL-HDBK-217F Notice 2 の方法を簡略化してもよい。

その場合，その正当性が明確に示されなければならない。 

6.5.5 使用データの立証 

信頼度予測の計算に使用した諸種のデータは，その出所を明らかにし，その適用の正当性を明

確に示すものとする。 

6.6 予測の評価 

6.6.1 予測値の評価 

6.5.3.3 によって得られた予測値をそれぞれ機器又はその該当する構成部の要求信頼度と比較

する。比較の結果，予測値が要求値に対して満足できる評価が得られたならば，その結果に至る

までの経緯を，要求値及び採用したデータに関連させながら，各段階に応じて順次報告書にまと

めるものとする。 
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6.6.2 信頼度向上の手段 

予測値が要求値に及ばない場合は，その機器の構成部に対して信頼度を向上させる手法を検討

し，構成部や機器全体の予測値を要求値に対して満足させられるような他の解決法を精査した上

で，その詳細を記述しなければならない。その解決法により満足な評価が得られた場合の報告は，

6.6.1 によるものとする。 

6.7 報告 

契約相手方は，調達要求者の指定する時点において，信頼度予測の報告を行うものとする。報

告書は，解析及び修正の処置に根拠を与えるため，十分詳細な情報を記載するものとし，結論と

勧告を含むものとする。 
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信  頼  度  予  測  解説 

 

この解説は,本体に規定・記載した事項及びこれらに関連した事項を説明するもので,規格の一部では

ない。 

 

1 制定の経緯 

この規格は，昭和 55 年に制定された。当初の経緯を以下原文のまま引用する。 

この規格は，MIL-STD-756A(Reliability Prediction)1)を基にして，我が国の実情を加味して検討

し，防衛庁における運用に適した形として作成した。 

(1) この規格の対象は，手始めとして，防衛庁で使用する航空機，ミサイル，艦船及びその他の装備

品に使用される電子機器に限ることとした。 

(2) この規格は，その基本を MIL-STD-756Aにとり，部品故障率の計算は，MIL-HDBK-217B(Reliability 

Prediction of Electronic Equipment)2)によることを原則としたが，別に MIL-STD-785A 

(Reliability Program for Systems and Equipment Development and Production)3)の 5.2「信頼

性の設計及び評価」及び 5.4「故障データ」並びにこれらの細別規定を参考にしながら業界の実情

を加味して，なお十分これらの規格に匹敵する水準を保持するようにした。 

 
2 改正の経緯 

本規格においては，MIL-HDBK-217 を基に部品故障率の算定を行い，制定当時（昭和 55.2.29）は

MIL-HDBK-217Bが指定された。まもなく，改正票（昭和 58.3.28）により MIL-HDBK-217C Notice 14)を指

定した。その後，MIL-HDBK-217C Notice 25)まで版が進んだが，本規格については長らく改正されること

がなかった。そこで，最新版である MIL-HDBK-217F Notice 26)について，その内容を確認するため，一

般社団法人電子情報技術産業協会に付属書の翻訳調査を委託し，その結果を基に検討を行ったところ，

MIL-HDBK-217F Notice 2 を指定しても問題が無いことを確認したため，指定する版を MIL-HDBK-217C 

Notice 1 から MIL-HDBK-217F Notice 2 とする改正を行うこととした。 

 

3 解説表 

各項についての説明を解説表１にまとめた。また，MIL-HDBK-217C Notice 1と MIL-HDBK-217F Notice 

2 との比較を解説表２に，次の要領でまとめた。 

a) 部品故障率モデルなどの項目ごとに MIL-HDBK-217C Notice 1欄と MIL-HDBK-217F Notice 2欄を設け，

それぞれのハンドブックでの記載内容を，比較対照が可能なように記入した。両欄のそれぞれで，

（  ）内に示した数字はハンドブック(原文)における該当ページを示す。  

b) 記載内容の差異については，「備考」欄に記入し，可能な範囲でその技術的背景などに関するコメン

トを付記した。 

 

4 各項の解説 

各項についての説明は次の解説表１のとおりである。 
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解説表１－各項の説明 

項目番号 項目 説         明 

1 適用範

囲 

 信頼度予測とは，装備品の設計に当たって，その部品，機能，運用，環境及び

相互の関係状態を基礎として，装備品の将来の任務達成度を推定する方法であ

る。 
手法には，確率と統計の概念が用いられる。 

 確率は信頼度の尺度として，その機器が，その使用環境において，要求された

役割の期間中，役割を達成する度合，又はその見込みの量的表現に用いられる。 
 一般に，ある事象の起こる確率とは，無限回の試行におけるその事象の起こる

回数の割合である。 
 したがって，信頼度予測において評価されるべきことは，当たるか当たらない

かの結果ではなく，予測値達成の過程において示される努力の集積にある。 
 予測の目的は，およそ次の二つに要約される。 
a) 設計の段階において，目標が満足されるかどうかを確かめ，設計方式の取捨

決定を行う。 

b) 信頼度を高めるための構成法，改善の手段を確かめ，問題点の摘出を行う。 

 
4 区分 機器の固有信頼度は，設計の段階でおおよそ決まってしまう。したがって，信

頼度の予測も構想段階から始めて設計の改善を行っていくことが，その後の量産

段階における修正を削減し，生産コストも製造期間も少なくて済むことになるこ

とは，米国の実例でも示されている。 
 詳細設計の行われていない初期の段階では，使用するデータの適切性も，その

データによる予測値もおおまかなものにならざるを得ず，設計が進むにつれて収

集されるデータも詳しくなり，次第に高い水準の予測値が得られることになる。 
 予測手順は，装備品のライフサイクルの開発段階で使用される主要な役割に合

わせて区分した。基本的には，この二つの予測は類似のものである。二つに区分

した理由は，ライフサイクルの段階で利用できるデータに有意差があるからであ

る。 
この区分は必ずしも常に a)，b)の順序で作業が行われるわけではなく，とき

には b)の段階からスタートすることも現実の例に多い。 
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項目番号 項目 説         明 

5.1 信頼度

要求の

分析 

 MIL-STD-756A の上部規格と目される MIL-STD-786A の一般要求事項の 4.1

（信頼性プログラム）の項には，およそ次の意味のことが書かれている。 

 すなわち，契約の相手方は，効果的な信頼性プログラムを設定し維持しな

ければならない。この信頼性プログラムは，全体のプログラム目標を最も経

済的に達成するために，信頼性以外の設計，開発，及び製造の機能と関連さ

せて計画，総合，開発されるものである。信頼性プログラムの内容は， 

a) 信頼性要求の達成を確認するのに必要な作業のためのマネジメント及

び，又は技術的な，資源，計画，手段，日程及び管理を包含すること。 

b) 調達の方式及びその実施段階（設計，開発，生産）に合うように調整さ

れていること。 

c) 要求事項の難しさ，設計の複雑さ，共通性，調達の数量及び所要製造技

術と調和のとれたものであること。 

d) 契約上の信頼度要求を満足させるに必要と思われる設計開発，及び生産

のすべての面での信頼性関連事項の確認。 

 

これら a)～d)までは，信頼性プログラム全体に対する設定維持に関する考

え方であるが，信頼度予測についても，信頼性プログラムの一部として，上

記の考え方に従って計画され，実行されなければならない。 

 

e) 信頼度は，基本的には次の四つの方法のいずれか，又はその組み合わせ

で定義され，これによって定量的な信頼度要求を定める。 

1) 平均故障間隔 MTBF(Mean Time Between Failure)として定義する。 

信頼度関数の形が指数分布に近似できるとき，又は所期の稼働期間が

平均寿命に対して相対的に短いような，長寿命の機器に用いられる。 
2) 定められた期間における残存確率として定義する。 

稼働期間中に高信頼度が要求され，MTBF が稼働期間中よりはるかに

長く，連続的に使用されることがない場合に用いられる。 

3) 経過時間に関係なく成功確率として定義する。 

装置個々の信頼度を定めるのに有効である。 

4) 定められた期間の故障率として定義する。 

部品やモジュールのようにその平均寿命が非常に長くて測定できない

場合，あるいは所期の期間の信頼度が１に近いような場合に用いる。 
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項目番号 項目 説         明 

5.2 信頼度

予測手

法の原

則 

 信頼度に対する予測法には，次のような方法がある。 
a) 機器の故障率（故障率一定の偶発故障期の故障率）の予測 

1) 部分の故障率を，機器又はシステムの信頼度モデルによって合成し，

全体の故障率を求める。 
2) 設計の初期において機器の複雑さ（使用部品数）と使い方の厳しさか

ら大まかな故障率を求める。 
3) 信頼性に関係する種々のファクタの評点に基づく回帰式や経験式で故

障率を予測する。 
b) 特性値変動（機器の特性が規定の限界以上に変動して生ずる劣化故障）

の予測 

1) 最悪値設計法 すべての部分の最悪条件で，全体の状態を決定論的に

評価する方法。 
2) 統計的設計法 

ｱ) モーメント法 製品の構成部分の特性値分布を正規分布と仮定し

て，誤差伝搬式により確率的に製品の変動を評価する方法。 
ｲ) シミュレーション法 部分の変動と全体の変動をコンピュータな

どを利用してシミュレーション（モンテカルロ法）によって確率的

に評価する方法。 
c) FMECA 部品又は構成品の故障モードがシステムにどのような影響を 

与えるか，どの部分がいちばん変動に効くか，どの部分の故障がシステ 
ムの任務達成に重大な影響を与えるかを部分の故障モードごとに分析 
し，評価する方法。 

d) 故障の木解析 致命的な故障が起こるための事象を樹木状に拾い出し， 
論理的な確率計算により評価する方法。 

 この規格ではこれらの予測法のうち，a)の故障法の中で積上げによる 1)の

方法を「部品故障法」と呼んで標準法としたものである。 
 機器は，それがたとえ新規開発のものであっても，ある程度まで分解して

みると，各部品は，既に従来部品として使用されてきたものがほとんどにな

る。 
したがって信頼度予測とは結局，新製品の各部品を従来の試験評価方法に

よって評価できることころまで机上検討を行い，再びその結果を信頼性の理

論に基づいて組み立てて機器の信頼度を計算することになる。 
 そのため，予測の基礎となるのは，一つは過去のデータであり，一つはそ

れを再構築する理論となる。 
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項目番号 項目 説         明 

6.1.2 予測手

順 

 新規開発の場合，設計者は要求元からいかなる方法でその機能の能力を明

示すれば良いのかの判断に迫られる。 
 動作上の要求事項が満足されていることを明示することは，その機器が，

その期間，十分にその役割の実行に耐えるであろうことの証左となるからで

ある。 
 したがって，設計者は動作能力を明示するために，その仕様を決定し，必

要があれば要求元の承認を得なければならない。 
これを怠ると明示すべきパラメータを明確にしないで業務を進めることに

なり，後になって，問題を起こす原因ともなり兼ねない。 
機器の特性が設計のパラメータであるのと同じ意味で，信頼度も設計パラ

メータの一つである。 
 定量的な数字で信頼度が明示された場合，その下で信頼度が評価され，推

定されるであろう物理的条件又は環境条件がその記述の一部として含まれて

いなければ意味はない。機器の信頼度はその動作状態に関連させて規定され

なければならないからである。 
 信頼度が量的に表現されると，どうなれば機器は満足すべき状態にあり，

どうすれば不満足な状態になるかの分割線を与えることができる。 
 したがって，このために果たすべき設計目標，又は，受け入れられるべき

最低の状態を定める性能パラメータの最低許容限界値を記述する必要が生じ

てくる。 
MIL-STD-756A の 5.1 項に，この段階では，環境及び機能上の条件のように

パラメータとして用いられる情報のレベルは，設計の全般的な考え方に左右

されるとあるのは，この辺の事情を述べているのであり，開発のために集め

られるデータも実は，集められたものがすべて役立つ訳ではなく，この設計

の考え方を根拠にしてあるものは捨てられ，あるものは採用されることにな

ることも自ずと理解されよう。 
 しかも，5.2に述べたように，機器は，それがたとえ新規開発のものであっ

ても，ある程度まで分解して見ると各部品は在来の製品の一部分として既に

試験評価されているものがほとんどになってしまう。 
 したがって，同じように MIL-STD-756 の中にある（目下開発中の製品につ

いてこの段階で分かることは，この製品と類似の性能及び動作要求事項を持

った既存の製品から推論される点に限られる）とあるのも，同じくこの辺の

事情を述べたものと理解されよう。 
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項目番号 項目 説         明 

6.1.3 予測手

順の別

法 

 5.2 信頼度予測手順の原則の末尾にも述べたように，予測の基礎となるも

のは，過去のデータとそれを組み立てる理論である。そのために，データは

常に質の向上を目指して分析整理され，技術はいかに合理的に分解し，合成

するのかということに追及の努力が払われて，予測精度の向上が計られる。

したがってこのことから，予測手段はこれらの要素の組合わせによる，例え

ば，新しく得られたデータから，新しい経験式や図表が求められ，逆に新し

く得られた式や図表の精度を更に高めるためのデータから，新しい理論の発

展が見られたりして，広汎な範囲に適用され，精度も高いが，非常な労力を

必要とするものから，比較的局所にその適用が限定されるけれども，簡単に

精度の高い予測の得られるものまで，その適用段階や，適用の対象によって，

各々に応じたモデルが適用され，将来にわたって適用され続けるであろう。 
 参考として，ライフサイクルの各段階で適用されるとされている予測に役

立つ技術を次に示す。 
1) 類似システムとの比較 
2) 標準典型システムの MTBF との比較 
3) 類似回路との比較 
4) 部品点数法 
5) 部品ストレス解析法 
6) 実測による詳細ストレス解析による法 
7) 欠陥解析法（設計審査，スクリーニング故障解析，FMECA などのプロ 

グラム活動要素を用いて信頼度を予測する。） 
8) シミュレーション動作 
9) 環境試験 
10) 信頼度試験（AGREE 試験） 
11) フィールドでの確認 

この規格でこの項及び 6.2.3 項を設けて，新しく適切なデータが利用でき

るようになったとき，予測値の改訂を勧めている理由は，より正確な予測を

志向しているからである。 
 

6.2.1 実施の

時期 

 MIL-STD-756の中の設計段階の頃には，細部設計の期間は，プロトタイプ，

先行生産モデル，生産モデルなどを作ることが得策だと考えれば，これらの

期間を含めて続くことになるが，この期間こそが，設計予測手順を有効に活

用すべき時期であり，この期間中に詳細な図面，バラックセット，モックア

ップが作られ部品の選定がよりきめこまかく検討され，これに基づいたブロ

ックダイヤグラムが描かれ，また，運用条件，（外囲，使用，装備，保管，輸

送）に対する測定データも設計に織り込まれることになると記述されている。 
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項目番号 項目 説         明 

  したがって，この期間中に予測も繰り返されるごとに精緻になってくる。

また，信頼度達成の情報を得るために，調達側の定めた間隔でこの段階にお

けるチェックが行われることになろう。 
 MIL-STD-785A の 5.1.4 に公式な概要として掲げられたものはこれを指すも

のである。 

6.3.2 機器の

定義付

けの順

序 

 この項で記述されている内容は，次のとおりである。 
a) 仕様書の範囲と目標を定める。 

1) 開発すべき項目，動作すべきシステム，実行すべき機能を完全に記入

し，適用範囲を明瞭に示す。 

2) 信頼度要求を設定する。 

3) 検収のための試験要求を掲げ，合格，不合格を明示する。 

4) 関連文書（仕様書に引用した文書）を掲げる。 

b) システムの使用期間中における，その動作モードを記述する。 

c) システムが使用期間中において曝される外囲条件について記述する。 

 1) 機器が運用に供されて，それが動作するときに曝される外囲条件を項

目別に記述する。 

 2) 使用期間中に外囲条件に変化のある場合は，そのプロフィルを記述す

る。 

 3) 外囲条件としては，温度，湿度，衝撃，振動，圧力，破壊，摩耗，照

明，取付位置，天候，海象，運転者の熟練度などを考慮する。 

d) 時間尺度又は役割のプロフィルを定める。 

     計算時間の基準を定める。時間は，次表の区分に従う。 

  機器が連続動作をするように設計されていないときは，予測されるすべ

ての時間プロフィル又は動作シーケンスをデューティサイクルかプロフ

ィルチャートで規定する。 
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項目番号 項目 説         明 

  ＊ 本表及び，それぞれの時間の定義は，MIL-STD-721B(Definitions of 

Effectiveness Terms for Reliability, Humanfactor and Safety)を参照

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

e) 信頼度設計目標と要求を定める。 
1) 信頼度の改善を必要とする特定の機能があれば指摘する。 
2) 特別の考慮を必要とする設計箇所又は特殊部品を用いた製品などがあれ

ばそれらを明記する。 

 ｱ) 部品の信頼度の限界を超える要求に対する冗長方式の検討。 

 ｲ) 新しく採用した特殊部品，構成部品，又は官給品。 

ｳ) 整備と補給に，特殊な考慮を必要とするもの（大掛かりな整備，補給，

長期の生産準備期間の要るもの）。 

ｴ) 運搬，保管に特別な取扱いを要するもの。 

 

6.4.1 信頼性

ブロッ

クダイ

ヤグラ

ムの作

成 

 信頼性ブロックダイヤグラムは，機器の物理的形態ではなく，その機能に関

連させて，それを構成する各ブロックに分解しようとするものである。 

 機器は，全体の機能から見て，それを構成する幾つかの機能的に独立した要

素，すなわち構成部や部品に分けることができる。 

 しかも，それらはその中のどれか一つが故障になっても，それは全体の故障

になるように分類されたとすれば，元の機器がどのように複雑な構成であって

も，それは，等価的に直列モデルと見なすことができる。 

すなわちブロックダイヤグラムは，実行すべき機能の体系的な配置と，それ

をうまく動作させるための機能の順序を示すように分解されていなければなら

ない。 

 
  

時 間 

就役時間 

動作可能時間 

待機時間 起動時間 動作時間 改修時間 保全時間 遅れ時間 

動作不可能時間 

管理時間 補給待ち時間 事後保全 予防保全 

故 障 
修正時間 

 

調 整 
校正時間 

 

品 物 
入手時間 

 

故障箇所 
探求時間 

 

手入れ 
時間 

取りはずし， 
同種の品に取り替え 
 

 取りはずし 
修理取り付 

 
手直し 

確認 
時間 

 

清掃 
時間 

 

準備 
時間 

 

検査 
時間 

 

自由時間 
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項目番号 項目 説         明 

   

6.4.4 数学モ

デルの

誘導 

直列モデル 

全体の成功確率をＰＳとし，それぞれの構成部の成

功確率をＰＡ，ＰＢ……とすると 

ＰＳ＝ＰＡ 

ＰＳ＝ＰＡ・ＰＢ 

ＰＡ＝ＰＢの場合は，ＰＳ＝(ＰＡ)２ 

ＰＳ＝ＰＡ・ＰＢ・ＰＣ 

ＰＡ＝ＰＢ＝ＰＣの場合は，ＰＳ＝(ＰＡ)３ 

ＰＳ＝ＰＡ・ＰＢ・ＰＣ… ＰＮ 

ＰＡ＝ＰＢ＝ＰＣ＝ …… ＝ＰＮの場合は， 

ＰＳ＝(ＰＡ)Ｎ 

すなわち 

 Ｐ
Ｓ
＝∏ Ｐ ｔ

Ｎ

i＝１
 

並列モデル 

ＰＳ＝ＰＡ＋ＰＢ－ＰＡ・ＰＢ 

ＰＡ＝ＰＢの場合は， 

ＰＳ＝２ＰＡ－(ＰＡ)２ 

ＰＳ＝ＰＡ＋ＰＢ＋ＰＣ＋ＰＡ・ＰＢ・ＰＣ－ＰＡ・ＰＢ

－ＰＢ・ＰＣ－ＰC・ＰA 

ＰＡ＝ＰＢ＝ＰＣの場合は， 

ＰＳ＝３ＰＡ―３(ＰＡ)２＋(ＰＡ)３ 

 

ＰＳ＝１－{(１－ＰＡ)(１－ＰＢ)(１－ＰＣ)…(１

－ＰＮ)} 

ＰＡ＝ＰＢ＝ＰＣ＝ …… ＝ＰＮの場合は， 

ＰＳ＝１－{ＮＣ０－ＮＣ１ＰＡ＋ＮＣ２(ＰＡ)２＋

…＋(－１)ｉ
ＮＣｉ(ＰＡ)ｉ＋…＋(－１)Ｎ

ＮＣＮ

(ＰＡ)Ｎ｝ 

 

 

 

 
 
 
  

Ａ 

Ａ Ｂ 

Ｂ Ａ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｎ 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 

Ａ 
Ｂ 

…
… 

Ｎ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 
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項目番号 項目 説         明 

   

複雑なモデル 

ＰＳ＝{２ＰＣ―(ＰＣ)２}・ＰＡ 

＋{２ＰＢ・ＰＣ－(ＰＢ・ＰＣ)２}(１－ＰＡ) 

 

 

 

 

 

  ＰＳ＝ 

 

 

 

 

 

 

 前々例の一般形として，左のダイヤグラムに通用す

る数学モデルを，真理値表を用いて計算して見る。 

 

 

ここで，ＰＡ＝0.9，ＰＢ＝0.8，ＰＣ＝0.7，ＰＤ＝0.6，ＰＥ＝0.5 とする。 

 

a) ブロックの数は５で，それぞれは正・誤の２モードであるから，この真理

値表には２５すなわち，３２とおりの組合せがある。左端第一列に記入す

る。 

b) 第２列より第６列まで，それぞれのブロック名を記入する。記入の順序は

いずれが先になってもよい。今一例として表のようにした。 

c) それぞれのブロックの正(1)誤(0)の組合せを整理して記入すると表のよう

になる。すなわち，第２列は１と０が２４ずつ並ぶ。第３列は１と０が２３

ずつ並ぶ。第６列は２０ずつ，すなわち，１と０が交互に並ぶことになる。 
d) 各ブロックがそれぞれ表のように正・誤になれば，システム全体は表のよ

うな正・誤に判定される。 
これを第７列に書く。 

e) まず第６番目の組合せが成功であるからこの確率を計算する。 
 

 

  

Ｃ Ｂ 

Ｂ Ｃ 

Ｅ 

Ｅ 

前記 

ＰＤ 

２ＰＥ－(ＰＥ)２ 
Ａ 

Ｄ 

Ｃ Ｂ 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ Ａ 

Ｂ 

Ｃ Ｅ 
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項目番号 項目 説         明 

   
Ｐ６＝(１－ＰＣ) (１－ＰＥ) ＰＤ(１－ＰＡ) ＰＢ 

       ＝(１－0.7) (１－0.5)・0.6・(１－0.9)・0.8 

       ＝0.3×0.5×0.6×0.1×0.8 

＝0.072 

 
f) 以下，正と判定された組合せの成功確率を順次計算して合計すると

0.7802 となる。これが全体の成功確率である。この数値は，第８列に書

く。 
 

真理表の計算 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

組合せ Ｃ Ｅ Ｄ Ａ Ｂ 
正 Ｓ 
誤 Ｆ 

成 功 確 率 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｆ 

Ｓ 

Ｆ 

Ｓ 

Ｆ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｆ 

 

 

 

 

 

0.3×0.5×0.6×0.1×0.8=0.0072 

0.3×0.5×0.6×0.9×0.2=0.0162 

=0.0648 

 

=0.0048 

 

=0.0432 

 

=0.0072 
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項目番号 項目 説         明 

   

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

組合せ Ｃ Ｅ Ｄ Ａ Ｂ 
正 Ｓ 
誤 Ｆ 

成 功 確 率 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

１ 

 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１ 

 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｆ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

 

 

 

 

 

=0.0168 

=0.0378 

=0.1512 

=0.0028 

=0.0112 

=0.0252 

=0.1008 

=0.0042 

=0.0168 

=0.0378 

=0.1512 

Σ=0.7802 

 
 

部分冗長 
 ｎ個の同一エレメントのうち，少なく

ともｋ個がうまく動く（k out of n）確

率は， 

Ｐ
Ｓ
＝∑ ｎ

ｋ
Ｒ

ｘ
（１-Ｒ）

ｎ-ｘｎ

ｘ＝ｋ
 

 例えば，エレメントが３個で，その内

２個がうまく動くことが必要な場合は， 

 Ｐ
Ｓ
＝３Ｒ

２ −２Ｒ
３

 

 
待機冗長 
 ｎ＋１個の同一エレメントがあって，１個だけシステム動作開始と同時に

動作し，残りのｎ個は，先行エレメントが故障するまで待機する。エレメン

トの故障までの時間は指数分布に従うとする。 

１ 
２ 
３ 

ｎ 

Ｒ 
Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 
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項目番号 項目 説         明 

   

Ｐ
Ｓ
=∑ λｔ

ｋ
e-λｔ

ｋ!

ｎ

ｋ＝０
  

＝（１＋λｔ＋
（λｔ）

２

２！
＋……＋

（λｔ）
ｎ

ｎ！
）ｅ

−λｔ
 

ここで，ｔは時間変数，λは各エレメントの故障率 

 

 ｎ＋１個の異なるエレメントがあり，ｎ個は待機中で，このエレメントが皆

異なる故障時間密度関数を持つとする。 
 ｎ＋１個が故障するまでの時間の確率密度関数は， 
 

ｆ
ｓ
=∫ ∫ ･･･

ｔ
ｎ

ｔ
n－１

=０

ｔ

ｔ
ｎ
＝０

∫ ･･･∫ ｆ
１
(ｔ

１
）・ｆ

２
(ｔ

２

ｔ
２

ｔ
１
＝０

-ｔ
１
）

ｔ
i

ｔ
i-１

＝０
･･･ 

ｆｉ(ｔｉ－ｔｉ－１)･･･ｆｎ＋１(ｔ－ｔｎ)×ｄt１・ｄｔ２･･･ｄtｉ･･･ｄｔn 

 

 ここで，ｔ１：使用開始よりｉ番目のエレメントが故障するまでの時間 

ｔ ：ｎ＋１個のエレメントが故障するまでの時間 
ＰＳ(t)=∫ ｆ

∞

ｔ ｓ(t) ｄt 

 

6.5.4 信頼度

予測計

算の簡

略化 

 この規格には MIL-STD-756A の図１は採用していない。これは，横軸に用いら

れている回路構成要素が現状に合わないと判断したためである。 
そして，実現可能性の段階の予測には，それを規格の中に明確に指定はして

いないが，部品点数予測法が用いられるべく考えて，6.5.2の中でストレス解析

法に併記しておいた。 
しかし，部品点数法の説明にもあるように，これはモデルの性質上，入札提

案の期間や，設計段階の初期のような構想調査の段階でも比較的後期に適用可

能ではあっても，初期の時期に適用しようとするには無理がある。 
そのために，この規格原案を作成するに当たって，この時期に適用すべき手

順の検討を重ねたのであるが，時代のすう勢がすでにディスクリート半導体素

子からＩＣの時代に移っており，以前のような広く適用可能な経験式又はこれ

を図表化したものは持てなくなったこと，そして今後ますます手順の細分化が

予想されることから，ケースバイケースで，適用可能な手順があれば，それに

よって予測推定が行えるようにした。 
6.6 予測の

評価 

 部品の故障率と数字モデルによって各機能ブロックの信頼度が計算され，続

いてこれらを合算して全体の信頼度が求まると，これを当初の要求値と比較し

て，不満足な結果ならば修正しなければならないことが規格に述べられている。 
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項目番号 項目 説         明 

   不満足な結果の時はもちろんのこと，例え全体としては満足すべき結果が

得られているときでも，ブロックの中には要求値に達していないものもあろ

うから，最初の要求値を各ブロックに配分することも必要になってくる。 

この方法には，主に次のようなものがある。 

a) 等配分技法 これは機器がｎ個の機能ブロックに分解されたとき，この 

ｎ個のブロックに等分に要求値を割り当てるものである。 

したがって，ブロックの間で重要度に差のあるときは好ましい方法では 

ない。 

b) ＡＧＲＥＥの配分技法 これは機器の各ブロックの複雑さと重要度を要 

因として配分式に取り入れたものである。 

c) ＡＲＩＮＣの配分技法 これは各ブロック故障が機器全体の故障の原因 

となり，各ブロックの使用時間は機器全体の使用時間と等しくなるよう 

な一定の故障率を持つ直列ブロックを仮定して計算する方法である。 

d) 努力最小化アルゴリズム ｎ個の直列ブロック内の任意のブロックの信 

頼度を増すために，必要な努力量を一つの関数（この際の変数は，例え 

ば，試験の回数や，必要とする技術要員の習熟度）で表して，これを最 

小にしようとする方法。 

e) 動的計画法 d)の方法は，ｎ個のブロックのどれに対しても払われる努 

力量は等しいと仮定したものであるが，一般化してブロックの開発努力 

量は差があることを前提としたもの。 

 

さて，要求値は各ブロックに配分され，さらに下部のブロックに配分され

ることにより，逆に上部に向かって行われてくる予想値とそれぞれのブロッ

クで比較が行われることになり，もしその中で要求値を満足しないものがあ

れば，それは下部のどこから生じているかを判断し，それを解決向上させな

がら順次上部に進む作業が行われる。 

ここで用いられる信頼度向上の方法は，冗長方式，部品のディレーティン

グ，運用環境のコントロール，モジュール化など種々の方法があるが，信頼

度ばかりに注目するとこれらの方策は直ちに容積，重量，コストなどの増加

を引き起こすので，いわゆるトレードオフを行う必要がある。 

 このトレードオフは，信頼度とコスト，又は信頼度とコストと重量のよう

な３次元以下の要因の場合は，線形計画法等を用いて割合簡単に解くことが

できるが，一般のｎ次元の要因の場合は，非常に困難で実用性にも乏しい。 

しかし，このｎ次元の最適値問題の解決を一次元の問題に変換しながら逐

次解決していく方法を防衛大佐々木教授が提案されているので，これを用い

ることにより，どの構成部を冗長回路化するか比較的簡単に見出すことがで

きる。 
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解説表２－MIL-HDBK-217C Notice 1 と MIL-HDBK-217F Notice 2 の比較 

項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

1 変更事項の 

概要 

「まえがき」(Foreword)で次の

変更を行った旨，記載している。 

a) 「2.2 ﾃ ｨ゙ｽｸﾘｰﾄ半導体」など

９つの節に対して変更を行

った。 

b) 全ての節に対して「航空機搭

載環境」を取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 

Notice2の「まえがき」(Foreword)

で 217F，Notice1，Notice2の各々

についての主要変更点を次のとお

り記載している。 

1 217F 

a) ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄで 9 種類のﾃﾞﾊﾞｲｽで

故障率ﾓﾃﾞﾙを追加（技術の変遷

への対応） 

b) VHSIC，VLSI，ﾈｯﾄﾜｰｸ抵抗器に対

する故障率ﾓﾃﾞﾙの追加（技術の

変遷への対応） 

c) 環境ﾌｧｸﾀ(πE)の数の削減  27

→14 

d) ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ全体の再編集（より使

い易く） 

2 Notice1 

ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの訂正（誤記訂正） 

3 Notice2 

a) ﾁｯﾌﾟ部品などの故障率ﾓﾃﾞﾙの

追加 

b) ﾄﾗﾝｽなど9品目の故障率ﾓﾃﾞﾙの

更新 

c) 表面実装技術の「はんだ接続」

の故障率ﾓﾃﾞﾙの追加 

(ⅶ) 

217F Notice2 で

は，技術革新に対

応した部品故障

率ﾓﾃﾞﾙの追加／

更新に一層重点

が置かれている

ほか，故障率ﾓﾃﾞ

ﾙに関する情報を

見開きﾍﾟｰｼﾞに全

て収録し，信頼度

予測計算でのｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀの活用を容

易にするため受

動部品などで故

障率ﾓﾃﾞﾙをより

単純化するなどﾊ

ﾝﾄﾞﾌﾞｯｸのﾕｰｻﾞの

「使い易さ」に配

慮した変更も加

えられている。 

2 MIL-HDBK の目

的 

項目を設けての記載は無

い。ただし，「1.3 信頼度予

測の基本的制約」に次の様

に記載している。 

a) 信頼度予測のための共

通の基盤を与える。 

b) 競合する設計の信頼度

予測を比較，評価する共

通基盤を確立する。 

 

 

 

 

 

 

(1-3) 

Notice2 の「1.1 目的」で，「こ

のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸは手引書であり，必ず

しも要求事項として引用するべ

きものではない」と規定してい

る。またﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの目的を次のと

おり定義している。 

a) 軍事用電子機器及びｼｽﾃﾑの固

有信頼度を見積もるための

終始一貫した統一方法を設

定し，維持することである。 

b) 軍事用電子機器及びｼｽﾃﾑの取

得ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ段階における信頼

度予測に対する共通基盤を

与える。 

c) 関連するあるいは競合する設

計の信頼度予測を比較した

り評価したりするための共

通基盤を設定している。 

d) 設計段階にある機器の信頼度

を向上させるためのﾂｰﾙとし

て使用されることを意図し

ている。 

(1-1) 

米軍の調達方式

改革を反映して

217F Notice2で，

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸは「必ず

しも要求事項と

して引用するべ

きものではない」

旨，明記された。 

217F Notice2 で

は信頼度予測は

「信頼性改善の

ためのﾂｰﾙ」でも

あることを意識

させている。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

3 MIL-HDBK

の適用 

項目を設けての記載は無い。た

だし，「部品ｽﾄﾚｽ解析法」と「部

品点数法」をそれぞれ適用でき

る設計段階については，「1.3 

信頼度予測の基本的制約」で解

説している。   (1-2, 1-3) 

「部品ｽﾄﾚｽ解析法」と「部品点数法」

のそれぞれについて適用できる設

計段階を明示している。 

(1-1) 

217C Notice1 

，217F Notice 

2 の間で大き

な 差 異 は 無

い。 

4 信頼度予

測の役割 

『信頼度予測は「将来を設計す

る」ﾌﾟﾛｾｽであり，改善処置を行

うための基礎として価値があ

る』と解説している。 

 

(1-1, 1-2) 

「信頼度予測は改善の指針として

用いることができる」とし，複数の

事例をあげて設計改善に向けての

信頼度予測の効用を解説している。 

 

(3-1) 

217F Notice2

では「信頼度

予測は，信頼

性改善のため

のﾂｰﾙである」

ことを一層強

調している。 

5 信頼度予

測の限界 

「信頼度予測の対象機器に適

用できるﾃﾞｰﾀを収集する能力

にまず基本的限界が存在し，さ

らに予測技法の複雑さにもう

一つの限界がある」と解説して

いる。 

 

 

(1-2,1-3) 

左記に対してさらに踏み込んで，信

頼度予測技術には利用するﾃﾞｰﾀや

技法の面で様々な制約が存在する

ため「予測された信頼度の値がﾌｨｰﾙ

ﾄﾞにおける測定値と一致すること

を要求してはいけない」ことを明記

しているほか，部品ｽﾄﾚｽ解析法にお

ける「多くの詳細項目が初期の設計

段階では入手可能でないこと」との

制約についても言及している。 

(3-2) 

217F Notice2

では左記が追

加された。 

6 適用環境 次の 11 種類の適用環境を定義

している。 

地上(温和)(GB)，宇宙(飛行

中)(SF)，地上(固定)(GF)，地上

(移動)(GM)，海上(有蓋)(NS)，海

上(無蓋)(NU)，輸送機搭載(有人

区画)(AIT)，戦闘機搭載(有人区

画)(AIF)，輸送機搭載(無人区

画)(AUT)，戦闘機搭載(無人区

画)(AUF)，ﾐｻｲﾙ(打上時)(ML) 

 

(2-3, 2-4) 

a) 左記に対して，ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ搭載

（ARW），ﾐｻｲﾙ(飛行中)(MF)，砲弾

(発射時)(CL)の 3 環境を加えた

14 種類の環境が定義されてい

る。 

b) 「輸送機搭載」環境の環境記号が

変更されている。AIT → AIC，AUT 

→ AUC 

 (3-5,3-6) 

217F Notice2

では左記の 3

環境が追加さ

れた。 

7 信頼性解

析の評価 

「信頼性解析の評価」に係わる

節は設けられていない。従っ

て，右記に該当するﾁｪｯｸﾘｽﾄは

与えられていない。 

(該当ﾍﾟｰｼﾞ無し） 

信頼度予測報告書を評価するため

ｶﾞｲﾄﾞとして用いられる一般的なﾁｪ

ｯｸﾘｽﾄが与えられている。 

 

(4-1) 

217F Notice2

では左記のﾁｪ

ｯｸﾘｽﾄが追加

された。 

8 部品仕様

書などの

番号／表

題 

MIL-HDBK の本文中に引用され

る受動部品などの部品仕様書

の番号／表題などは，それぞれ

の部品の故障率ﾓﾃﾞﾙを示す

「節」毎に与えられている。 

(該当ﾍﾟｰｼﾞ無し） 

左記に加えて，「2 章 参照文書」に

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの本文中に引用される受

動部品などの引用規格などについ

て，その節，表題を示したﾘｽﾄが与え

られている。 

(2-1 ～ 2-6) 

217F Notice2

では左記の「2

章  参照文

書」が追加さ

れた。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

9 部品品質区

分 

複数の水準の品質仕様を有する

次の部品に対して下表の品質指

定記号に対応する品質区分が定

義されている。 

部 品 品質指定記号 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 

 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導

体 

ｺﾝﾃ゙ ﾝｻ(ER) 

抵抗器(ER) 

ｺｲﾙ(ER) 

ﾘﾚｰ(ER) 

S,B,B-1,B-2, 

C,C-1,D,D-1 

JANTXV,JANTX, 

JAN 

L,M,P,R,S 

M,P,R,S 

M,P,R,S 

L,M,P,R 

 

（2-2 表 2-2） 

左記に対して下表のとおりﾏｲｸﾛｻｰ

ｷｯﾄとｺﾝﾃﾞﾝｻについての品質区分

が変更された。 

部品 品質指定記号 

ﾏｲｸﾛｻｰ

ｷｯﾄ 

 

ﾃﾞｨｽｸﾘ

ｰﾄ半導

体 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ

(ER) 

抵抗器

(ER) 

ｺｲﾙ(ER) 

ﾘﾚｰ(ER) 

S,B,B-1,その他： 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞのﾚﾍﾞﾙで判

断される品質 

JANTXV,JANTX, JAN 

 

 

D,C,S,R,B,P,M,L 

 

S,R,P,M 

 

S,R,P,M 

R,P,M,L 

（3-4 表 3-1） 

部品技術

の変遷や

部品仕様

書の変更

に対応し

た変更。 

10 対象部品 次の 14 種類の部品に対してそれ
ぞれ下記の様に「節」を設け，故
障率ﾓﾃﾞﾙ，それに用いられる各種
ﾌｧｸﾀを付与している。 
 
1.ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 
2.ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体 
3.電子管 
4.ﾚｰｻﾞ 
5.抵抗器 
6.ｺﾝﾃﾞﾝｻ 
7.ｲﾝﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ 
8.回転機器 
9.ﾘﾚｰ 
10.ｽｲｯﾁ 
11.ｺﾈｸﾀ 
12.印刷配線基板 
13.接続 
14.その他の部品 

（2-1 表 2-1） 

次の 19 種類の部品に対してそれ
ぞれ下記の様に「章」を設け，故障
率ﾓﾃﾞﾙ，それに用いられる各種ﾌｧｸ
ﾀを付与している。 
 
1.ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 
2.ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体 
3.電子管 
4.ﾚｰｻﾞ 
5.抵抗器 
6.ｺﾝﾃﾞﾝｻ 
7.ｲﾝﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ 
8.回転機器 
9.ﾘﾚｰ 
10.ｽｲｯﾁ 
11.ｺﾈｸﾀ 
12.ｽﾙｰﾎｰﾙ接続 
13.接続 
14.ﾒｰﾀ 
15.水晶発振子 
16.ﾗﾝﾌﾟ 
17.電子式ﾌｨﾙﾀ 
18.ﾋｭｰｽﾞ 
19.その他の部品 

（ⅲ～ⅵ） 

部品技術

の変遷な

どに対応

した変更

及び追加。 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ    

 ｹ ﾞ ｰ ﾄ / ﾛ

ｼﾞｯｸｱﾚｲ

およびﾏ

ｲｸﾛﾌﾟﾛｾ

ｯｻ 

100 ｹﾞｰﾄ以下の SSI/MSI 

(2.1.1-1) 

線形ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

(2.1.2-1) 

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

(2.1.3-1) 

 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｹﾞｰﾄ/ロジックアレイ 

MOS ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯｸｱﾚｲ 

PLA/PAL 

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

 (5-3) 

ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ部品の
技術進歩 
・多様化
に対応。 

  ﾒﾓﾘ RAMS，ROMS 

(2.1-1) 

ROM，PROM，UVEPROM，EEPROM，SRAM，

DRAM               (5-4) 

同上 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

10 対象部品（つづき） 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 

 

ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯ

ｸｱﾚｲおよ

びﾏｲｸﾛﾌﾟﾛ

ｾｯｻ 

100 ｹﾞｰﾄ以下の SSI/MSI 

(2.1.1-1) 

線形ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

(2.1.2-1) 

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

(2.1.3-1) 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｹﾞｰﾄ/ロジックアレイ 

MOS ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯｸｱﾚｲ 

PLA/PAL 

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

 (5-3) 

ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ部品
の技術進歩・多様
化に対応。 

 ﾒﾓﾘ RAMS，ROMS 

(2.1-1) 

ROM，PROM，UVEPROM，EEPROM，

SRAM，DRAM     (5-4) 

同上 

 

VHSIC/VHS

IC-類似品

および V 

LSI CMOS 

100 ｹﾞｰﾄ以上の LSI 

(2.1.3-1) 

60 000 ｹﾞｰﾄ以上の CMOS 

(5-7) 
同上 

 

ｶﾞﾘｳﾑ砒素

MMIC およ

びﾃﾞｼﾞﾀﾙ

部品 

―――― 

GaAs MMIC と GaAs ﾃﾞｼﾞﾀﾙ集

積回路 

(5-8) 

追加 

 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ    (2.1.7-1) ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ      (5-9) 変更なし。 

 

表面弾性

波ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

(SAW 

部品) 

―――― 

SAW 部品 

(5-10) 

追加 

 
磁気ﾊﾞﾌﾞﾙ

ﾒﾓﾘ 
―――― 

磁気ﾊﾞﾌﾞﾙﾒﾓﾘ 

(5-11,5-12) 
同上 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 1.ｼﾘｺﾝ（一般用） 

2.ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ（一般用） 

（2.2.4-1） 

3.電圧調整用（ﾂｪﾅ，ｱﾊﾞﾗﾝｼ

ｪ） 

4.電圧基準用（ﾂｪﾅ，ｱﾊﾞﾗﾝｼ

ｪ） 

（2.2.5-1） 

5.ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ検波

器 

6.ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾐｷｻ 

（2.2.7-1） 

7.ﾊﾞﾗｸﾀ 

8.ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ 

9.ﾄﾝﾈﾙ 

（2.2.8-1） 

 

1.一般用ｱﾅﾛｸﾞ 

2.ｽｲｯﾁﾝｸﾞ 

3.電力用整流器，ﾌｧｽﾄﾘｶﾊﾞﾘ 

4.電力用整流器／ｼｮｯﾄｷ電力用

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

5.高圧積層電力用整流器 

6.ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄｻﾌﾟﾚｯｻ／ﾊﾞﾘｽﾀ 

7.電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 

8.電圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ及び電圧基準用

（ｱﾊﾞﾗﾝｼｪとﾂｪﾅ）   (6-2) 

9.ｼﾘｺﾝｲﾝﾊﾟｯﾄ 

10.ｶﾞﾝ/ﾊﾞﾙｸ効果 

11.ﾄﾝﾈﾙとﾊﾞｯｸﾀﾞｲｵｰﾄ （゙ﾐｷｻ，検

波器含む） 

12.PIN 

13.ｼｮｯﾄｷﾊﾞﾘﾔ （ー検波器含む）及

び点接触 

14.ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ 

(6-4) 

部品技術の革

新に伴い対象

部品が拡大さ

れた。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

10 対象部品（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 1.ｼﾘｺﾝ NPN 

2.ｼﾘｺﾝ PNP 

3.ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ PNP 

4.ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ NPN 

（2.2.1-1） 

5.ｼﾘｺﾝ電界効果ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ

(FET)  

（2.2.2-1） 

6.ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

（2.2.3-1） 

7.ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾄﾗﾝｼﾞ

ｽﾀ（周波数>200 MHz,平均

出力≧300 mW） 

（2.2.9-1） 

1.NPN 

2.PNP 

（6-6） 

3.N-ﾁｬﾝﾈﾙｼﾘｺﾝ FET 

4.P-ﾁｬﾝﾈﾙｼﾘｺﾝ FET 

（6-8） 

5.ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

（6-9） 

6.ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ RF ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

7.ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ(周波数>200 

MHz,電力<1 W) 

8.ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ(平均電力≧1 

W) 

（6-10,6-12） 

9.GaAs FET 

（6-14） 

10.ｼﾘｺﾝ FET(平均電力<300 mW,周波

数>400 MHz)  

（6-16） 

部品技術

の変遷に

伴い NPN･

PNP にｼﾘｺ

ﾝとｹﾞﾙﾏﾆｳ

ﾑの区分な

どが無く

なった。部

品技術の

革新に伴

い対象部

品が拡大

された。 

 ｻ ｲ ﾘ ｽ ﾀと

SCR 

1.ｻｲﾘｽﾀ（ﾀﾞｲｵｰﾄﾞに分類） 

（2.2.6-1） 

1.ｻｲﾘｽﾀ 

2.SCR 

3.Triac 

（6-17） 

部品技術

の革新に

伴い対象

部品が拡

大された。 

 光電子部品 1.発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED) 

2.光電子ｶﾌﾟﾗｰ(ｱｲｿﾚｰﾀ) 

3.ＬＥＤ英数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2.2.10-1） 

1.受光素子 
 ﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ，ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

2.光結合素子 
 ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ出力，ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 ﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力，ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 ﾌｫﾄﾀﾞｰﾘﾝﾄﾝ出力，ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 光感応抵抗器，ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ出力，ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 ﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力，ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 ﾌｫﾄﾀﾞｰﾘﾝﾄﾝ出力，ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

光感応抵抗器，ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ 

3.ｴﾐｯﾀ 

 赤外発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(IRLD) 

 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED)  

(6-19) 

4.英・数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

(6-20) 

5.ﾚｰｻﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

 GaAs/A1 GaAs，In GaAs/In GaAs 

(6-21） 

光電子部

品の技術

革新に伴

い対象部

品が拡大

された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

10 対象部品（つづき） 

電子管 

 

 

進行波管とﾏ

ｸﾞﾈﾄﾛﾝを除く

すべてのﾀｲﾌﾟ 

受信管，CRT，ｻｲﾗﾄﾛﾝ，ｸﾛ

ｽﾌｨｰﾙﾄﾞ増幅管，ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟ

ﾙｽ制御管，送信管 

(2.3-1) 

ﾄﾜｲｽﾄﾛﾝ，低電力用ｸﾗｲｽﾄﾛ

ﾝ，連続波ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ 

(2.3-2) 

ﾊﾟﾙｽ動作ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ 

(2.3-3) 

受信管，CRT，ｻｲﾗﾄﾛﾝ，ｸﾛｽﾌｨｰﾙﾄﾞ

増幅管，ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾙｽ制御管，送信

管，ﾋﾞｼﾞｺﾝ，ﾄﾜｲｽﾄﾛﾝ，ﾊﾟﾙｽ動作ｸ

ﾗｲｽﾄﾛﾝ，低電力用ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ，連続

波ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ 

（7-1） 

ﾋﾞｼﾞｺﾝを

追加。 

  進行波管 
TWT 

(2.3-1) 

進行波管 

（7-3） 
変更なし。 

  ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ 
ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ 

(2.3-2) 

ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ 

（7-4） 
同上 

 ﾚｰｻﾞ 

  ﾍﾘｳﾑとｱﾙｺﾞﾝ 1.ﾍﾘｳﾑﾈｵﾝﾚｰｻﾞ 

(2.4-2) 

2.ｱﾙｺﾞﾝｲｵﾝﾚｰｻﾞ 

(2.4-3) 

1.ﾍﾘｳﾑﾈｵﾝﾚｰｻﾞ 

2.ﾍﾘｳﾑｶﾄﾞﾐｳﾑﾚｰｻﾞ 

3.ｱﾙｺﾞﾝﾚｰｻﾞ 

（8-2） 

「ﾍﾘｳﾑｶﾄﾞ

ﾐｳﾑﾚｰｻﾞ」

が追加さ

れた。 

  炭酸ｶﾞｽ 1.炭酸ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-4) 

2.炭酸ｶﾞｽﾌﾛｰｲﾝｸﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-5) 

1.炭酸ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞ連続波ﾚｰｻﾞ 

（8-3） 

2.炭酸ｶﾞｽﾌﾛｰｲﾝｸﾞﾚｰｻﾞ 

（8-4） 

「炭酸ｶﾞｽ

ｼ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ

ｻﾞ」を「炭

酸ｶﾞｽｼｰﾙ

ﾄﾞ連続波ﾚ

ｰｻﾞ」と名

称変更さ

れた。 

  固体 1.固体 Nd：YAG ﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-6) 

2.固体ﾙﾋﾞｰﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-8) 

1.ﾈｵｼﾞｳﾑ-ｲｯﾄﾘｳﾑ-ｱﾙﾐﾆｳﾑ-ｶﾞｰﾈｯﾄ

（ND:YAG）ﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

2.ﾙﾋﾞｰﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

 (8-5) 

変更なし。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

10 対象部品（つづき） 

抵抗器 次の7種類について26件の規格を引用

して故障率ﾓﾃﾞﾙを付与している。 

ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ(RCR,RC) 

皮膜(RLR,RL,RN(R,C,orN),RN,RD) 

抵抗器ﾈｯﾄﾜｰｸ(RZ) 

巻線(RBR,RB,RWR,RW,RER,RE) 

ｻｰﾐｽﾀ(RTH) 

可変(巻線)(RTR,RT,RR,RA,RK,RP) 

可変(非巻線)(RJ,RJR,RV,RQ,RVC) 

（2.5.1～2.5.7） 

左記に対して，皮膜に「ﾁｯﾌﾟ

（RM）」の１規格を追加。 

 

（9-1） 

部 品 技

術 の 変

遷 な ど

に 対 応

し た 変

更。 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 次の 6 種類について 26 件の規格を引

用して故障率ﾓﾃﾞﾙを付与している。 

紙/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ(CP,CA,CZ,CPV,CQ& 

CQR,CH,CHR,CFR,CRH) 

ﾏｲｶ(CM,,CMR,CB) 

ｶﾞﾗｽ(CY,CYR) 

ｾﾗﾐｯｸ(CKR,CC&CCR,CK) 

電解(CSR,CL,CLR,CU,CE) 

可変(CV,PC,CT,CG) 

（2.6.1～2.6.10） 

左記に対して、 

a) 紙/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑのうち１

規格「金属化 DC(CH)」を削

除。 

b) ｾﾗﾐｯｸに「ﾁｯﾌﾟｾﾗﾐｯｸ（CDR）」

の１規格，電解に「ﾀﾝﾀﾙ

（CRL）」の１規格を追加。 

（10.1～6） 

同上 

ｲﾝﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ部品   

 ﾄﾗﾝｽ 1.可聴周波，電力および高電力ﾊﾟﾙｽ用 

2.低電力ﾊﾟﾙｽ用 

3.IF，RF，ﾃﾞｨｽｸﾘﾐﾈｰﾀ 

（2.7.1） 

1.可聴周波，電力および高電

力ﾊﾟﾙｽ用 

2.低電力ﾊﾟﾙｽ用 

3.IF，RF，ﾃﾞｨｽｸﾘﾐﾈｰﾀ 

（11-1） 

変 更 な

し。 

 ｺｲﾙ 1.固定及び可変，RF 

2.ﾓｰﾙﾄﾞ，RF，信頼度設定 

（2.7.2） 

1.固定及び可変，RF 

2.固定及び可変，RF，ﾁｯﾌﾟ 

3.ﾓｰﾙﾄﾞ，RF，信頼度設定 

（11-3） 

ﾁ ｯ ﾌ ﾟが

追 加 さ

れた。 

回転機器 

 ﾓｰﾀ 定格出力１馬力以下のﾓｰﾀ 

（2.8.1） 

定格出力１馬力以下のﾓｰﾀ 

（12-1） 
変 更 な

し。 

 ｼ ﾝ ｸ ﾛお
よびﾚｿﾞ
ﾙﾊﾞ 

ｼﾝｸﾛ及びﾚｿﾞﾙﾊﾞ 

（2.8.2） 

回転ｼﾝｸﾛ及びﾚｿﾞﾙﾊﾞ 

（12-4） 
同上 

  経 過 時
間計 

AC，ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動，整流子 DC 

（2.8.3） 

AC，ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動，整流子 DC 

（12-5） 
同上 

ﾘﾚｰ 

 機械式ﾘ
ﾚｰ 

ﾘﾚｰ 

(2.9） 

機械式ﾘﾚｰ 

(13-1） 
変 更 な

し。 

 ｿﾘｯﾄﾞｽﾃ
ｰ ﾄ お よ
び 時 間
遅延 

―――― 

ｿﾘｯﾄﾞｽﾃｰﾄﾘﾚｰ，時間遅延ﾘﾚｰ，

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾘﾚｰ 

（13-3） 

追加 
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10 対象部品（つづき） 

ｽｲｯﾁ 

 ｽｲｯﾁ ﾄｸﾞﾙ，押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ，ｾﾝｼﾃｨ

ﾌﾞｽｲｯﾁ，ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ 

 

 

（2.10） 

遠心力，ﾃﾞｭｱﾙｲﾝﾗｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ，

ﾘﾐｯﾄ，液体ﾚﾍﾞﾙ，ﾏｸｲﾛ波（ｳｪｰ

ﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ），圧力，押しﾎﾞﾀﾝ，ﾘ

ｰﾄﾞ，ﾛｯｶｰ，ﾛｰﾀﾘｰ，高感度，

感熱式，ｻﾑﾎｲｰﾙ，ﾄｸﾞﾙ 

（14-1） 

部品技術の

変遷，実運

用場面ﾃﾞｰﾀ

の充実に伴

う対象部品

の追加。 

 ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ （下記の「その他の部品」に

記載） 

磁気式，感熱式，感熱・磁気式 

（14-3） 

同上 

ｺﾈｸﾀ 

 一般用 ﾗｯｸおよびﾊﾟﾈﾙ用，丸型，RF

同軸，電源用 

（2.11.1-1） 

PCB ｺﾈｸﾀ（1 ﾋﾟｰｽ及び 2 ﾋﾟｰ

ｽ） 

（2.11.2-1） 

丸形/ｼﾘﾝﾀﾞ形，ｶｰﾄﾞｴｯｼ （゙PCB），

六角形，ﾗｯｸとﾊﾟﾈﾙ用，長方形，

RF 同軸，電話用，電力用，三軸

式 

（15-1） 

部品技術の
変遷，実運
用場面ﾃﾞｰﾀ
の充実に伴
う対象部品
の追加。 

 ｿｹｯﾄ 

―――― 

ﾃﾞｭｱﾙｲﾝﾗｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ，ｼﾝｸﾞﾙ・ｲ

ﾝ・ﾗｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ，ﾁｯﾌﾟｷｬﾘｱ，ﾋﾟﾝ

ｸﾞﾘｯﾄﾞｱﾚｲ，ﾘﾚｰ，ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ，電子

管，CRT 

（15-3） 

追加 

ｽﾙｰﾎｰﾙ接続 

 電解めっきｽﾙ

ｰﾎｰﾙ接続 

印刷配線基板 

 

 

 

（2.12-1） 

電解めっきｽﾙｰﾎｰﾙ印刷配線基

板，無電解めっきｽﾙｰﾎｰﾙ個別配

線接続 

 

（16-1） 

部品技術の
変遷に伴う
変更。 

 表面実装技術  

―――― 

表面実装ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 

 

（16-3） 

追加 

 接続 ﾜｲﾔｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ，ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の

ﾘﾌﾛはんだ付，ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の

ｳｪｰﾌﾞはんだ付，手はんだ

付，かしめ，溶接 

 

（2.13-1） 

ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞなし手はんだ付，ﾗｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ後手はんだ付，かしめ，溶

接，無はんだﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ，ｸﾘｯﾌﾟﾀｰ

ﾐﾈｰｼｮﾝ，ﾘﾌﾛはんだ付，ﾊﾞﾈ接

触，ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾛｯｸ 

（17-1） 

部品技術の
変遷，実運
用場面ﾃﾞｰﾀ
の充実に伴
う対象の拡
大。 

ﾒｰﾀ （下記の「その他の部品」に

記載） 

電気式表示，ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ，耐環境

性ﾀｲﾌﾟ 

 

（18-1） 

実運用場面
ﾃﾞｰﾀの充実
に伴う対象
の拡大，細
分化。 

水晶発振子 （下記の「その他の部品」に

記載） 

水晶振動子 

 

（19-1） 

実運用場面
ﾃﾞｰﾀの充実
に 伴 う 変
更。 
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10 対象部品（つづき） 

ﾗﾝﾌﾟ （下記の「その他の部品」に

記載） 

白熱電球（航空機用） 

白熱電球（小型） 

白熱電球（ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌｨﾗﾒﾝﾄ） 

（20-1） 

実運用場
面ﾃﾞｰﾀの
充実に伴
う対象の
細分化。 

電子式ﾌｨﾙﾀ 

―――― 

無線周波妨害，高域通過，

低域通過，帯域通過，帯域

抑制，およびﾃﾞｭｱﾙ機能

（非同調形） 

（21-1） 

ﾋｭｰｽﾞ （下記の「その他の部品」

に記載） 

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ，電流ﾘﾐｯﾀ型・航

空機，計器ﾀｲﾌﾟ，計器・電

力用と電話用（非表示型） 

（22-1） 

その他の部品 1.ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ 

1-1.60 ｻｲｸﾙ 

1-2.120 ｻｲｸﾙ 

1-3.400 ｻｲｸﾙ 

2.水晶振動子 

3.ﾋｭｰｽﾞ 

4.ﾗﾝﾌﾟ（ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ及び白熱ﾗ

ﾝﾌﾟ） 

5.ﾒｰﾀ 

6.ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ 

7.ﾏｲｸﾛ波素子（同軸及び導

波管） 

7-1.負荷 

7-2.ｱｯﾃﾈｰﾀ（固定及び可

変） 

7-3.固定素子（方向性結

合器，固定ｽﾀﾌﾞ及びｷｬﾋﾞﾃ

ｨ） 

7-4.可変素子（可変ｽﾀﾌﾞ

及び可変ｷｬﾋﾞﾃｨ） 

7-5.ﾌｪﾗｲﾄ部品(送信機用

部品（ｱｲｿﾚｰﾀ，ｼﾞｬｲﾚｰﾀ，ﾓ

ｼﾞｭﾚｰﾀ，ﾌｪｰｽﾞｼﾌﾀ）) 

7-6.受信機用部品用の全

てのﾌｪﾗｲﾄ部品 

 

（2.14） 

1.ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ（60，120 及び

400 ｻｲｸﾙ） 

2.ﾗﾝﾌﾟ（ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ） 

3.光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ（単一ﾌｧｲ

ﾊﾞ形だけ） 

4.単一ﾌｧｲﾊﾞ用光ｺﾈｸﾀ 

5.ﾏｲｸﾛ波素子（同軸及び導

波管） 

5-1.ｱｯﾃﾈｰﾀ（固定及び可

変） 

5-2.固定素子（方向性結合

器，固定ｽﾀﾌﾞ及びｷｬﾋﾞﾃｨ）           

5-3.可変素子（可変ｽﾀﾌﾞ 

及びｷｬﾋﾞﾃｨ） 

6.ﾏｲｸﾛ波ﾌｪﾗｲﾄ部品 

6-1.ｱｲｿﾚｰﾀ及びｻｰｷｭﾚｰﾀ

（100 W 以下） 

6-2. ｱｲｿﾚｰﾀ及びｻｰｷｭﾚｰﾀ

(100 W 超） 

6-3.ﾌｪｰｽﾞｼﾌﾀ(ﾗｯﾁﾝｸﾞ） 

7.疑似負荷 

7-1.100 W 未満 

7-2.100 W～1 000 W 

7-3.1 000 W 超 

8.終端器（ｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ及び

薄膜回路に用いられる厚膜

負荷又は薄膜負荷） 

 

 

（23-1） 

通信技術
の革新，部
品技術の
変遷に伴
い部品を
追加。 
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1 

MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ 各部品共通故障率及びﾌｧｸﾀ 
      λｐ：部品故障率，λｂ：基礎故障率 

πA：適用ﾌｧｸﾀ，πQ：品質ﾌｧｸﾀ，πE：環境ﾌｧｸﾀ，πL：習熟度ﾌｧｸﾀ,πT：温度ﾌｧｸﾀ 
ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 共通故障率 C1：ﾀﾞｲ複雑度故障率，C2：ﾊﾟｯｹｰｼﾞ故障率 

 ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯｸｱﾚｲお

よびﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

1.100 ｹﾞｰﾄ以下の 

SSI/MSI 

λp=(C1・πT+C2・πE)πQ・

πL・πP 

(2.1.1-1) 

2. 線形ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

λp=(C1・πT+C2・πE)・ 

πQ・πL 

(2.1.2-1) 

3.ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

λp=(C1・πT+C2・πE)πQ・

πL・πP 

(2.1.3-1) 

1.ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｹﾞｰﾄ/ロジックアレイ 

2.MOS ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯｸｱﾚｲ 

3.PLA/PAL 

4.ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ 

 

λp=(C1・πT+C2・πE)πQ・πL 

 

(5-3) 

見直し有

り。 

ﾋﾟﾝﾌｧｸﾀπP

が無くなっ

た。 

ﾒﾓﾘ RAMS，ROMS 

λp=(C1・πT+C2・πE)πQ・

πL・πP 

 

 

(2.1.4-1) 

1.ROM 

2.PROM 

3.UVEPROM 

4.EEPROM 

5.SRAM 

6.DRAM 

λp=(C1・πT+C2・πE+ 

λcyc)πQ・πL 

ただし EEPROM 以外は 

λcyc=0 とする。 

 (5-4) 

見直し有

り。 

ﾋﾟﾝﾌｧｸﾀπP

が無くな

り，読み取

り/書き込

み周期誘発

故障率λcyc

が追加。 

  VHSIC/VHSIC-類似

品 お よ び VLSI 

CMOS 

100 ｹﾞｰﾄ以上の LSI 

λp=(C1・πT+C2・πE)πQ・

πL・πP 

 

（2.1.3-1） 

60 000 ｹﾞｰﾄ以上の CMOS 

λp=λBD・πMFG・πT・πCD+λBP・

πE・πQ・πPT+λEOS 

 

λBD：ﾀﾞｲの基礎故障率 

πMFG：製造工程修正ﾌｧｸﾀ 

πCD：ﾀﾞｲ複雑度修正ﾌｧｸﾀ 

λBP：ﾊﾟｯｹｰｼﾞ基礎故障率 

πPT：ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾀｲﾌﾟ修正ﾌｧｸﾀ 

λEOS：電気ｵｰﾊﾞｰｽﾄﾚｽ故障率       

(5-7) 

見直しあ

り。集積度

の大規模化

に対応。 
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11 

 

故障率ﾓﾃﾞﾙ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ｶ ﾞ ﾘ ｳ ﾑ 砒素

MMIC および

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部品 

―――― 

GaAs MMIC と GaAs ﾃﾞｼﾞﾀﾙ集

積回路 

λp=(C1・πT・πA + C2・πE)

πQ・πL 

 

πA：ﾃﾞﾊﾞｲｽ適用ﾌｧｸﾀ 

(5-8) 

新設 

 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ λp={ΣNC・λC・πG+(NR・λ

R+ΣNI・λI+λS)πF・ 

πE}πQ・πD 

 

 

 

(2.1.7-1) 

λp=(ΣNC・λC)(1+0.2πE)・ 

πF・πQ・πL 

 

NC：個々の特定ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの数 

λC：個々の特定のｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

故障率 

(5-9) 

故障率補正ﾌｧｸ

ﾀπG，抵抗故

障率λR，内部

接続故障率λ

I，ﾊﾟｯｹｰｼﾞ故

障率λS及び密

度ﾌｧｸﾀπDが無

くなった。 

表面弾性波

ﾃﾞﾊﾞｲｽ（SAW

部品） 

―――― 

λp=2.1πQ・πE 

(5-10) 

新設 

磁気ﾊﾞﾌﾞﾙﾒﾓ

ﾘ 

―――― 

λp=λ1+λ2 

λ1=πQ{NC・C11・πT1・πＷ

+(NC・C21+C2)πE}πD・πL 

λ2=πQ・NC (C12・πT2+C22・ 

πE)πL 

 

λ1：ｺﾝﾄﾛｰﾙ・検出機構部の

故障率 

λ2：ﾒﾓﾘｽﾄﾚｰｼﾞｴﾘｱの故障率 

Nc:封止されている部品当

たりのﾊﾞﾌﾞﾙﾁｯﾌﾟ数 

C11，C21：ｺﾝﾄﾛｰﾙおよび検出機

構部に対する部品複雑度故

障率 

C12，C22：ﾒﾓﾘｽﾄﾚｰｼﾞ構成部に

対する部品複雑度故障率 

πW：書込みﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙﾌｧｸﾀ 

πD：ﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙﾌｧｸﾀ 

πT1：ｺﾝﾄﾛｰﾙ・検出機構部の

温度ﾌｧｸﾀ 

πT2：ﾒﾓﾘｽﾄﾚｰｼﾞｴﾘｱの温度ﾌｧ

ｸﾀ 

(5-11，5-12) 

同上 
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11 

 

故障率ﾓﾃﾞﾙ(つづき) 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体 共通ﾌｧｸﾀ πS：電圧ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ，πR：電力定格ﾌｧｸﾀ 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ ｼﾘｺﾝ(一般用),ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ(一

般用) 

λp=λｂ・πA・πR・πS2・ 

πQ・πC・πE 

 

πS2：電圧ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

(2.2.4-1) 

電圧調整用(ﾂｪﾅ,ｱﾊﾞﾗﾝｼｪ), 

電圧基準用(ﾂｪﾅ,ｱﾊﾞﾗﾝｼｪ) 

λp=λｂ・πA・πQ・πE 

(2.2.5-1)  

ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ検波器, 

ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾐｷｻ 

(2.2.7-1) 

ﾊﾞﾗｸﾀ,ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ,ﾄﾝﾈﾙ 

(2.2.8-1) 

λp=λｂ・πQ・πE 

 

一般用ｱﾅﾛｸﾞ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ 

電力用整流器，ﾌｧｽﾄﾘｶﾊﾞﾘ 

電力用整流器/ｼｮｯﾄｷ電力用ﾀﾞｲ 

ｵｰﾄﾞ 

高圧積層電力用整流器 

ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄｻﾌﾟﾚｯｻ／ﾊﾞﾘｽﾀ 

電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 

電圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび電圧基準用 

（ｱﾊﾞﾗﾝｼｪとﾂｪﾅ） 

λp=λｂ・πT・πS・πC・πQ・πE 

πC：ｺﾝﾀｸﾄ構造ﾌｧｸﾀ 

(6-2) 

ｼﾘｺﾝｲﾝﾊﾟｯﾄ 

ｶﾞﾝ/ﾊﾞﾙｸ効果 

ﾄﾝﾈﾙと逆（ﾐｷｻ，検波器含む） 

PIN 

ｼｮｯﾄｷﾊﾞﾘﾔ （ー検波器を含む）および

点接触 

ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ 

λp=λｂ・πT・πA・πR・πQ・πE 

（6-4） 

故障率ﾓ

ﾃﾞﾙが見

直され

た。 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ ｼﾘｺﾝ NPN,ｼﾘｺﾝ PNP,ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ

PNP,ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ NPN 

λp=λｂ・πA・πR・πS2・ 

πQ・πC・πE 

(2.2.1-1) 

ｼﾘｺﾝ電界効果ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ(FET) 

λp=λｂ・πA・πQ・πC・ 

πE 

(2.2.2-1) 

ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

λp=λｂ・πQ・πE 

(2.2.3-1) 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝ

ｼﾞｽﾀ（周波数>200 MHz,平

均出力≧300 mW） 

λp=λｂ・πT・πA・πQ・ 

πE・πF・πM 

（2.2.9-1） 

NPN,PNP 

λp=λｂ・πT・πA・πR・πS・πQ・

πE      (6-6) 

N-ﾁｬﾝﾈﾙと P-ﾁｬﾝﾈﾙｼﾘｺﾝ FET 

λp=λｂ・πT・πA・πQ・πE 

（6-8） 

ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ,ｼﾘｺﾝ FET(平均電力

<300 mW,周波数>400 MHz) 

λp=λｂ・πT・πQ・πE 

（6-9,6-16） 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ(周波数>200 

MHz,電力<1 W) 

λp=λｂ・πT・πR・πS・πQ・πE        

(6-10) 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ(平均電力≧

1 W),GaAs FET 

λp=λｂ・πT・πA・πM・πQ・πE 

πM：ﾏｯﾁﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾌｧｸﾀ 

(6-12,6-14) 

故障率ﾓ

ﾃﾞﾙが見

直され

た。電

圧ｽﾄﾚｽﾌ

ｧｸﾀπS2

が無く

なっ

た。周

波数

（尖頭

出力）ﾌ

ｧｸﾀπF

が無く

なっ

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 

1 

MIL-HDBK-217F Notice 

2 

備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ(つづき) 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ｻｲﾘｽﾀと SCR ｻｲﾘｽﾀ 

λp=λｂ・πQ・πE・πR 

(2.2.6-1) 

ｻｲﾘｽﾀ,SCR,Triac 

λp=λｂ・πT・πR・πS・

πQ・πE 

(6-17) 

故障率ﾓﾃﾞﾙが

見直された。 

 光電子部品 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED),光電

子ｶﾌﾟﾗｰ(ｱｲｿﾚｰﾀ),LED 英

数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

λp=λｂ・πC・πQ・πE 

（2.2.10-1） 

受光素子,光結合素子,ｴ

ﾐｯﾀ,英・数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

λp=λｂ・πT・πQ・πE 

（6-19，6-20） 

同上 

  

―――― 

ﾚｰｻﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

光束密度<3 MW/cm2 で順

方向電力<25 amp のﾚｰｻﾞ

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

λp=λｂ・πT・πQ・π

I・πA・πP・πE 

πI：順方向電力ﾌｧｸﾀ 

πP：電力劣化ﾌｧｸﾀ 

（6-21） 

新設 

電子管 

 受信管，CRT，ｻｲﾗﾄﾛ

ﾝ，ｸﾛｽﾌｨｰﾙﾄﾞ増幅

管，ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾙｽ制御

管，送信管，ﾋﾞｼﾞｺﾝ，

ﾄﾜｲｽﾄﾛﾝ，ﾊﾟﾙｽ動作ｸ

ﾗｲｽﾄﾛﾝ，連続波ｸﾗｲｽ

ﾄﾛﾝ 

λp=λｂ・πＥ・πＬ 

（ﾋﾞｼﾞｺﾝは除く） 

 

(2.3-1～3) 

λp=λｂ・πＥ・πＬ 

 

(7-1) 

進行波管及びﾏ

ｸﾞﾈﾄﾛﾝは別扱

いとなった。 

進行波管 （同上） 

(2.3-1) 

λp=λｂ・πＥ 

(7-3) 

故障率ﾓﾃﾞﾙが

見直された。 

ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ （同上） 

(2.3-2) 
λp=λｂ・πＵ・πC・πＥ 

πＵ：構造ﾌｧｸﾀ 

πC：使用率ﾌｧｸﾀ 

 

(7-4) 

同上 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ﾚｰｻﾞ 共通故障率ﾓﾃﾞﾙ λMEDIA：ﾚｰｻﾞ媒質故障率，λCOUPLING：ﾚｰｻﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ故障率 

 ﾍﾘｳﾑとｱﾙｺ゙ ﾝ ﾍﾘｳﾑﾈｵﾝﾚー ｻ゙ ，ｱﾙｺ゙ ﾝﾚー ｻ゙  

λP＝λMEDIA・πＥ＋λCOUPLING 

・πＥ 

（2.4-2，2.4-3） 

ﾍﾘｳﾑﾈｵﾝﾚー ｻ゙ ，ﾍﾘｳﾑｶﾄ゙ ﾐｳﾑﾚー ｻ゙ ，ｱﾙｺ゙

ﾝﾚー ｻ゙  

λP＝λMEDIA・πＥ＋λCOUPLING・ 

πＥ 

（8-2） 

ﾍﾘｳﾑｶﾄﾞﾐｳﾑ

ﾚ ｰｻﾞを追

加。 

 炭酸ｶ゙ ｽ 炭酸ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞﾚｰｻﾞ 

λCO2ＳＥＡＬＥＤ＝πＥ・πＯ・πＢ 

・λMEDIA＋πＥ・πＯＳ・λCOUPLING 

 

 (2.4-4) 

炭酸ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞ連続波ﾚｰｻﾞ 

λP＝λMEDIA・πＯ・πＢ 

・πＥ＋10πＯＳ・πＥ 

πＯ：ｶﾞｽ過充填ﾌｧｸﾀ 

πＢ：ﾊﾞﾗｽﾄﾌｧｸﾀ 

πＯＳ：光表面ﾌｧｸﾀ 

 

(8-3) 

故 障 率 ﾓ

ﾃ ﾞ ﾙ が見

直 さ れ

た。 

 炭酸ｶﾞｽﾌﾛｰｲﾝｸﾞﾚｰｻﾞ 

λCO2ＦＬＯＷＩＮＧ＝πＥ・λMEDIA 

＋πＥ・πＯＳ・λCOUPLING 

(2.4-5) 

炭酸ｶﾞｽﾌﾛｰｲﾝｸﾞﾚｰｻﾞ 

λP＝λCOUPLING・πＯＳ・πＢ 

(8-4) 

 

固体 固体 Nd：YAG ﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-6) 

固体ﾙﾋﾞｰﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ 

(2.4-8) 

λNd:YAG＝πＥ・λMEDIA＋λPUMP 

＋πＥ・πC・πＯS・λCOUPLING 

 

 

 

ﾈｵｼﾞｳﾑ-ｲｯﾄﾘｳﾑ-ｱﾙﾐﾆｳﾑ-ｶﾞｰﾈｯﾄ

(ND：YAG)ﾛｯﾄﾞﾚｰｻﾞ，ﾙﾋﾞｰﾛｯﾄﾞﾚ

ｰｻﾞ 

λP＝(λPUMP＋λMEDIA＋16.3πC・

πＯＳ)πＥ 

λPUMP：ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟﾙｽ故障率 

(8-5) 

同上 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 

2 

備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

抵抗器 

  ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ/皮膜/巻線 

λp＝λb（πE・πR・πQ） 

 

πR：抵抗値ﾌｧｸﾀ 

 

（2.5.1,2.5.2,2.5.4） 

λp＝λb・πT・πP・πS 

・πQ・πE 

 

πP：電力ﾌｧｸﾀ 

πS：電力ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（9-1～3） 

抵抗器のλ p

に関して，す

べての抵抗

器について

同一の式と

なっており，

予測計算の

簡便化のた

めの改善が

行われてい

る。 

 抵抗器ﾈｯﾄﾜｰｸ 

λp＝0.000 66（NR・πT・ 

πE・πQ） 

 

NR：ﾌｨﾙﾑ抵抗器の数 

 

（2.5.3） 

 可変巻線 

λp＝λb・πtaps・（πE・πR 

・πQ） 

 

πtaps：ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀﾀｯﾌﾟﾌｧｸﾀ 

 

（2.5.6） 

 精密型巻線/電力型巻線 

λp＝λb・πtaps・（πQ・πR 

・πV・πC・πE） 

 

 

（2.5.6） 

 準精密型巻線/非巻線型ﾄﾘﾏ

/可変ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ/可変皮膜 

λp＝λb・πtaps・（πQ・πR 

・πV・πE） 

 

 

 

 

（2.5.7） 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 

2 

備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 

  紙/金属化紙/金属化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

πCV：静電容量ﾌｧｸﾀ 

（2.6.1） 

λp＝λb・πT・πC・πV 

・πSR・πQ・πE 

 

πC：静電容量ﾌｧｸﾀ 

πV：電圧ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

πSR：直列抵抗ﾌｧｸﾀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10-1～5） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻのλ p

に関して，す

べてのｺﾝﾃﾞﾝｻ

について同一

の式となって

おり，予測計

算の簡便化の

ための改善が

行 わ れ て い

る。 

 紙またはﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.1） 

 金属化紙/紙/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.1） 

 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/金属化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.1） 

 超金属化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.1） 

 ﾏｲｶ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.2） 

 ﾎﾞﾀﾝﾏｲｶ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.2） 

 ｶﾞﾗｽ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.3） 

 ｾﾗﾐｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.4） 

 温度補償ｾﾗﾐｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.4） 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ（つづき） 

  ﾀﾝﾀﾙ固体電解 

λp＝λb・（πE・πSR・πQ・πCV） 

 

（2.6.5） 

λp＝λb・πT・πC・πV 

・πSR・πQ・πE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10-1～5） 

ｺﾝﾃﾞﾝｻのλp

に関して，す

べてのｺﾝﾃﾞﾝ

ｻについて同

一の式とな

っており，予

測計算の簡

便化のため

の改善が行

われている。 

 ﾀﾝﾀﾙ非固体電解 

λp＝λb・（πE・πC・πQ・πCV） 

 

（2.6.5） 

 ｱﾙﾐﾆｳﾑ電解 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.6） 

 ｱﾙﾐﾆｳﾑ乾式電解 

λp＝λb・（πE・πQ・πCV） 

 

（2.6.6） 

 可変ｾﾗﾐｯｸ 

λp＝λb・（πE・πQ） 

 

（2.6.7） 

 ﾋﾟｽﾄﾝ型可変 

λp＝λb・（πE・πQ） 

 

（2.6.8） 

 可変空気ﾄﾘﾏ 

λp＝λb・（πE・πQ） 

 

（2.6.9） 

 真空/ｶﾞｽ/固定/可変 

λp＝λb・（πE・πQ・πCF） 

 

πCF：形態ﾌｧｸﾀ 

（2.6.10） 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ｲﾝﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ部品 

 ﾄﾗﾝｽ λp＝λb・（πE・πQ） 

 

（2.7.1） 

λp＝λb・（πT・πQ・πE） 

（11-1） 

λ p の式中に温

度ﾌｧｸﾀπ T が追

加 と な っ て い

る。 

 ｺｲﾙ λp＝λb・（πE・πQ・πC） 

 

πC：構造ﾌｧｸﾀ（固定/可変） 

（2.7.2） 

λp＝λb・（πT・πQ・πE） 

（11-3～4） 

λpの式中から 

構造ﾌｧｸﾀπ C が

なくなり，温度ﾌ

ｧｸﾀπT が追加と

なっている。 

回転機器 

 ﾓｰﾀ λp＝{(ｔ2/αＢ
3)＋(1/αＷ)}× 

10６ 

 

αＢ：ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｲﾌﾞﾙ特性寿命 

αＷ：巻線のﾜｲﾌﾞﾙ特性寿命 

ｔ：動作時間 

（2.8.1） 

λp＝{(λ1/AαＢ)＋(λ2/

ＢαＷ)}×10６ 

 

A，B，λ1，λ2：別表で定

義 

αＢ：ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのﾜｲﾌﾞ

ﾙ特性寿命 

αＷ：ﾓｰﾀ巻線のﾜｲﾌﾞﾙ特

性寿命 

（12-1～3） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを変

更。 

 ｼ ﾝ ｸ ﾛお

よびﾚｿﾞ

ﾙﾊﾞ 

λp＝λb・（πS・πN・πE） 

 

πS：ﾀｲﾌﾟと大きさにもとづくﾌｧｸﾀ 

πN：ﾌﾞﾗｼの数 

（2.8.2） 

λp＝λb・（πS・πN・πE） 

 

πS：ｻｲｽﾞﾌｧｸﾀ 

πN：ﾌﾞﾗｼ数ﾌｧｸﾀ 

（12-4） 

同上 

 経 過 時

間計 

λp＝λb・（πT・πE） 

（2.8.3） 

λp＝λb・（πT・πE） 

（12-5） 

変更なし。 

ﾘﾚｰ 

 機械式ﾘ

ﾚｰ 

λp＝λb・（πE・πC・πcyc・πF・ 

πQ） 

 

πC：接点構成と極数ﾌｧｸﾀ 

πcyc：開閉頻度ﾌｧｸﾀ 

πF：用途と構造ﾌｧｸﾀ 

 

（2.9） 

λp＝λb・（πL・πC・ 

πcyc・πF・πQ・πE） 

 

πL：負荷ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

πC：接点構成ﾌｧｸﾀ 

πcyc：開閉頻度ﾌｧｸﾀ 

πF：用途と構造ﾌｧｸﾀ 

（13-1～2） 

λp の式中にπL

（負荷ｽﾄﾚｽﾌｧｸ

ﾀ）が追加。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ﾘﾚｰ（つづき） 

 ｿﾘｯﾄﾞｽ

ﾃ ｰ ﾄ お

よび時

間遅延 

―――― 

λp＝λb・（πQ・πE） 

 

 

 

（13-3） 

新設 

ｽｲｯﾁ 共通ﾌｧｸﾀ πC：接点構成ﾌｧｸﾀ 

 ｽｲｯﾁ ﾄｸﾞﾙ，押しﾎﾞﾀﾝ 

λp＝λb・（πE・πC・πcyc・πL） 

（2.10-1） 

 

ｾﾝｼﾃｨﾌﾞｽｲｯﾁ，ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ 

λp＝λb・（πE・πcyc・πL） 

（2.10-2,2.10-3） 

 

πC：接点構成と極数ﾌｧｸﾀ 

πcyc：開閉頻度ﾌｧｸﾀ 

πL：接点ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

λp＝λb・（πL・πC・πQ・πE） 

 

πL：負荷ｽﾄﾚｽﾌｧｸﾀ 

 

（14-1，14-2） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを

変更 

（πcycを削

除，πQを追

加） 

 ｻ ｰ ｷ ｯ ﾄ

ﾌﾞﾚｰｶ 

（下記の「その他の部品」に記

載） 

λp＝λb・（πC・πU・πQ・πE） 

 

πU：使用ﾌｧｸﾀ 

πF：用途と構造ﾌｧｸﾀ 

 

（14-3） 

217Cでは 2.14

節「その他の

部品」で平均

故障率値が示

されていた

が，217F では

故障率ﾓﾃﾞﾙが

新設された。 

ｺﾈｸﾀ 

 一般用 λp＝λb・（πE・πP・πK） 

 

πP：故障率修正ﾌｧｸﾀ 

πK：挿抜頻度ﾌｧｸﾀ 

 

（2.11） 

λp＝λb・（πT・πK・πQ・πE） 

 

πK：挿抜頻度ﾌｧｸﾀ 

 

（15-1，15-2） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを

変更。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

ｺﾈｸﾀ（つづき） 

 ｿｹｯﾄ 

―――― 

λp＝λb・（πP・πQ・πE） 

 

πP：通電ﾋﾟﾝﾌｧｸﾀ 

（15-3） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを新

設。 

ｽﾙｰﾎｰﾙ接続 

 電気めっきｽ

ﾙｰﾎｰﾙ接続 
λp＝λb・N・πE 

 

N:ﾒｯｷされたｽﾙｰﾎｰﾙの数 

 

（2-12） 

λp＝λb・{N１・πC＋N2(πC＋

13)}・πQ・πE 

 

N1：自動化技術:赤外線加熱

によるはんだ付け(IR)または

蒸気相加熱によるはんだ付け

の有効ﾒｯｷｽﾙｰﾎｰﾙ(PTH)の数 

N2：手はんだされためっきｽﾙ

ｰﾎｰﾙの数 

πC：複雑度ﾌｧｸﾀ 

 

（16-1） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを変

更。 

 表面実装技

術 

―――― 

λSMT＝ECF/αSMT 

 

λSMT：表面実装ﾃﾞﾊﾞｲｽの疲労
により予想された機器のﾗｲﾌｻ
ｲｸﾙにわたる平均故障率 
ECF：ﾜｲﾌﾞﾙ特性寿命における
故障の実効累積数 
αSMT：ﾜｲﾌﾞﾙ特性寿命 

（16-2） 

表面実装部品の

疲労により予想

された機器のﾗｲ

ﾌｻｲｸﾙにわたる

平均故障率の新

設。 

接続 λp＝λb・(πE・πT・πQ) 
 
πT：治具ﾀｲﾌﾟﾌｧｸﾀ 

（2-13） 

λp＝λb・πE 
 

（17-1） 

故障率ﾓﾃﾞﾙを変

更。 

ﾒｰﾀ （下記の「その他の部品」
に記載） 

λp＝λb・（πA・πF・πQ・π

E） 
 
πA：適用ﾌｧｸﾀ 
πF：機能ﾌｧｸﾀ 

（18-1） 

217Cで 2.14 節

「その他の部

品」で平均故障

率値が示されて

いたが,217F で

は故障率ﾓﾃﾞﾙが

新設された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

水晶振動子 （下記の「その他の部品」に
記載） 

λp＝λb・（πQ・πE） 
（19-1） 

217Cでは 2.14
節「その他の
部品」で平均
故障率値が示
さ れ て い た
が，217F では
故障率ﾓﾃﾞﾙが
新設された。 

ﾗﾝﾌﾟ （下記の「その他の部品」に
記載） 

λp＝λb・（πU・πA・πE） 
 
πU：使用率ﾌｧｸﾀ 
πA：適用ﾌｧｸﾀ 

（20-1） 

同上 

電子式ﾌｨﾙﾀ 
―――― 

λp＝λb・（πQ・πE） 
（21-1） 

新設 

ﾋｭｰｽﾞ （下記の「その他の部品」に
記載） 

λp＝λb・πE 
（22-1） 

217Cでは
2.14節「その
他の部品」で
平均故障率値
が示されてい
たが，217Fで
は故障率ﾓﾃﾞﾙ
が新設され
た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

11 故障率ﾓﾃﾞﾙ（つづき） 

そ の 他

の部品 

 

部品の種類 故障率λp 

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ 

 60 ｻｲｸﾙ 15 

 120 ｻｲｸﾙ 20 

 400 ｻｲｸﾙ 40 

水晶振動子 0.2 

ﾋｭｰｽﾞ 0.1 

ﾗﾝﾌﾟ 

 ﾈｵﾝ 0.2 

 白熱ﾗﾝﾌﾟ 1.0 

ﾒｰﾀ 10 

ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ 2.0 

ﾏｲｸﾛ波素子 
（同軸及び動波管） 

 負荷 

無視でき
る。 

 ｱ ｯ ﾃ ﾈ ｰ ﾀ
（固定及び
可変） 

 固定素子
（方向性結
合器，固定ｽ
ﾀﾌﾞ及びｷｬ
ﾋﾞﾃｨ） 

 可変素子
（可変ｽﾀﾌﾞ
及び可変ｷｬ
ﾋﾞﾃｨ） 

0.1 

 ﾌｪﾗｲﾄ部
品（送信機
用部品（ｱｲ
ｿﾚｰﾀ，ｼﾞｬｲ
ﾚｰﾀ，ﾓｼﾞｭﾚ
ｰﾀ，ﾌｧｰｽﾞｼ
ﾌﾀ）） 

20 

 受信器用
部品用の全
てのﾌｪﾗｲﾄ
部品 

0.05 

 
 

（2.14） 

 

部品の種類 故障率λp 

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ 

 60 ｻｲｸﾙ 15 

 120 ｻｲｸﾙ 20 

 400 ｻｲｸﾙ 40 

ﾗﾝﾌﾟ 

 ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ 0.2 

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 
(単一ﾌｧｲﾊﾞ形だけ) 

0.1 
(ﾌｧｲﾊﾞ 1 km
あたり) 

単一ﾌｧｲﾊﾞ用光ｺﾈｸﾀ 0.1 

ﾏｲｸﾛ波素子（同軸及び動波管） 

 ｱｯﾃﾈｰﾀ 
（固定及び可変） 

抵抗器のﾀｲ
ﾌﾟ RD を参

照。 

 固定素子 
（方向性結合器，固
定ｽﾀﾌﾞ及びｷｬﾋﾞﾃｨ） 

無視でき
る。 

 可変素子 
（可変ｽﾀﾌﾞ及び可変
ｷｬﾋﾞﾃｨ） 

0.1 

ﾏｲｸﾛ波ﾌｪﾗｲﾄ部品 

ｱｲｿﾚｰﾀ及びｻｰｷｭﾚｰﾀ
(100 W 以下) 

0.1・πE 

ｱｲｿﾚｰﾀ及びｻｰｷｭﾚｰﾀ
(100 W 超) 

0.2・πE 

ﾌｧｰｽﾞｼﾌﾀ（ﾗｯﾁﾝｸﾞ） 0.1・πE 

疑似負荷 

 100 W 未満 0.01・πE 
 100 W～1 000 W 0.03・πE 
 1 000 W 超 0.1・πE 
終端器（ｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ及
び薄膜回路に用いら
れる厚膜負荷又は薄
膜負荷） 

0.03・πE 

 
 

（23-1，23-2） 

故障率ﾓ

ﾃﾞﾙを新

設。光ﾌｧ

ｲﾊﾞｹｰﾌﾞ

ﾙなどを

追加。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 

 ｹﾞｰﾄ/ﾛｼﾞｯｸｱﾚｲ

およびﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾ

ｯｻ 

―――― 

ｹﾞｰﾄ数が不明の場合のｹﾞｰﾄ数の

近似式 

ﾃｸﾉﾛｼﾞ ｹﾞｰﾄ近似数 

 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ 

CMOS 

他 CMOS

を除く全

ての MOS 

 

ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ数/3.0 

ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ数/4.0 

 

ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ数/3.0 

 

 

(5-2) 

新設 

 ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

ｹﾞｰﾄ数またはﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ数に応

じて定まる数値表と計算式

が与えられている。 

 

(2.1.5-4～2.1.5-5) 

ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

計算式が除外され，表のみとな

った。 

 

(5-3) 

ﾏｲｸﾛｴﾚ

ｸﾄﾛﾆｸｽ

部品の

技術進

歩に対

応。 

ﾒﾓﾘ ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

ROM，RAM のﾋﾞｯﾄ数に応じて

定まる数値表と計算式が与

えられている。 

(2.1.5-7) 

ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

計算式が除外され，表のみとな

った。 

 (5-4) 

同上 

VHSIC/VHSIC- 類

似品および VLSI 

CMOS 

ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

LSI のｹﾞｰﾄ数に応じて定ま

る数値表と計算式が与えら

れている。 

(2.1.5-6) 

（ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1） 

CMOS ｹﾞｰﾄ数が 60 000 を超えるｹ

ｰｽは，専用の故障率ﾓﾃﾞﾙにおけ

るﾀﾞｲ基礎故障率λBD 及びﾀﾞｲ複

雑度修正ﾌｧｸﾀπCD に取って代わ

られた。 

(5-7) 

同上 

ｶﾞﾘｳﾑ砒素 MMIC

およびﾃﾞｼﾞﾀﾙ部

品 
―――― 

ﾀﾞｲ複雑度故障率 C1 

計算式が除外され，表のみとな

った。 

 (5-8) 

新設 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ全

般 

すべてのﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄに対す

るﾊﾟｯｹｰｼﾞ故障率 C2 

 

ｹﾞｰﾄ数，ﾋﾞｯﾄ数またはﾄﾗﾝｼﾞ

ｽﾀ数に応じて定まる数値表

と計算式が与えられてい

る。 

(2.1.5-4～7) 

すべてのﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄに対するﾊﾟ

ｯｹｰｼﾞ故障率 C2 

 

動作ﾋﾟﾝの数を変数にした計算

式に変更。 

 (5-14) 

計算式の

変更。 

 ﾒﾓﾘ 

―――― 

EEPROM 読み/書きｻｲｸﾙ誘発故障

率λcyc 

 

λcyc の表と計算式が与えられ

た： 

λcyc={A1B1+(A2B2/πQ)}πECC， 

A1，B1，A2，B2:表引き（計算式も

あり） 

(5-5～5-6) 

新設 

 ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ全

般 

（表面弾性

波ﾃﾞﾊﾞｲｽ

（SAW 部品）

を除く） 

品質ﾌｧｸﾀπQ 

ｸﾗｽ πQ 

S 

B 

B-1 

B-2 

C 

C-1 

D 

D-1 

1 

2 

5 

10 

16 

90 

150 

300 

 

 

(2.1.5-1) 

品質ﾌｧｸﾀπQ 

ｸﾗｽ πQ 

S 

B 

B-1 

0.25 

1.0 

2.0 

 

 

 

ｶｽﾀﾑｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに対して

は，表引きによる評価点と、

次の計算式により，πQを決定

する： 

πQ=2+(87/Σ評価点) 

 

 (5-15～5-16) 

ｸﾗｽ B-1 よ

り下位に

対するπQ

の定義が

無くなっ

た。 

ｶｽﾀﾑｽｸﾘｰﾆ

ﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑの表が追

加。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 表面弾性

波ﾃﾞﾊﾞｲｽ

（ SAW 部

品） 

―――― 

品質ﾌｧｸﾀπQ 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙ πQ 

10 回の温度ｻｲｸﾙ(-55

～125 ℃)と終止点電

気的特性試験（最低最

高温度） 

 

市販品の高品質ﾚﾍﾞﾙ 

 

0.1 

 

 

 

1.0 

 

 

(5-10) 

新設 

 ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ

全般 

習熟ﾌｧｸﾀπＬ 

 

初期生産等においては； 

πＬ=10 

 

生産が安定(少なくとも6カ

月生産)した条件下では； 

πＬ=1.0 

(2.1.5-2) 

習熟ﾌｧｸﾀπＬ 

生産年数,Y πＬ 

≦0.1 

0.5 

1.0 

1.5 

≧2.0 

2.0 

1.8 

1.5 

1.2 

1.0 

 

 

πＬ=0.01exp(5.35-0.35Y) 
Y：同属部品ﾀｲﾌﾟの生産年数 

 

(5-15) 

細分化・改良

有り。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ﾏｲｸﾛｻｰ

ｷ ｯ ﾄ全

般（つ

づき） 

環境ﾌｧｸﾀπE 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIT 

AIF 

AUT 

AUF 

SF 

ML 

0.2 

1.0 

4.0 

4.0 

5.0 

2.8 

5.6 

4.2 

8.4 

0.2 

10 

 

 

 

(2.1.5-2) 

環境ﾌｧｸﾀπE 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

0.5 

2.0 

4.0 

4.0 

6.0 

4.0 

5.0 

5.0 

8.0 

8.0 

0.5 

5.0 

12 

220 

 

(5-15) 

見直し

有り。 

 磁気ﾊﾞ

ﾌﾞﾙﾒﾓﾘ 

―――― 

温度ﾌｧｸﾀπT1及びπT2 

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度 TJ が 25 ℃≦TJ≦

175 ℃で与えられている。計算式

が次のように与えられている。 

πT1=0.1exp[{-0.8/(8.63×10-5)} 

{1/(TJ+273)-1/298 }] 

πT2=0.1exp[{-0.55/(8.63×10-5)} 

{1/(TJ+273)-1/298 }] 

(5-11) 

新設 

  ﾏｲｸﾛｻｰ

ｷｯﾄ全

般（磁

気ﾊﾞﾌﾞ

ﾙﾒﾓﾘを

除く） 

温度ﾌｧｸﾀπT 

πT の表が 2 ℃刻みで 25 ℃から

175 ℃まで与えられている。 

 

計算式が次のように与えられてい

る。 

線形ﾃﾞﾊﾞｲｽや全ての MOS  

πT 

=0.1exp[-8121{1/(TJ+273)-1/298}] 

上記以外 

πT 

=0.1exp[-4794{1/(TJ+273)-1/298}] 

 (2.1.5-3) 

温度ﾌｧｸﾀπT 

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度 TJ が 5 ℃刻みで

25 ℃から 175 ℃まで与えられて

いる。 

計算式が次のように与えられてい

る。 

ｼﾘｺﾝ部品: 

πT=0.1exp[{-Ea/(8.617×10-5)} 

{1/(TJ+273)-1/298 }] 

GaAs 部品: 

πT=0.1exp[{-Ea/(8.617×10-5)} 

{1/(TJ+273)-1/423 }] 

Ea:有効活性化ｴﾈﾙｷﾞ（ーeV）:表引き           

(5-13) 

計算式

のﾊﾟﾗﾒ

ｰﾀが詳

細化。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ﾊ ｲ ﾌﾞ

ﾘ ｯ ﾄ ﾞ

を 除

く す

べて 

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度 TJ(℃) 

表記されていない場合，以下を適

用すること。 

 

1.低出力 TTL と MOS 以外の全て

のﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 

1-1.ｹﾞｰﾄ数が 30 以下もしくは

120 以下のﾘﾆｱｻｰｷｯﾄﾄﾀﾗﾝｼﾞｽﾀで

構成されている場合 TJ=T+10 

1-2. ｹﾞｰﾄ数が30超もしくは120

超のﾘﾆｱｻｰｷｯﾄﾄﾀﾗﾝｼﾞｽﾀで構成さ

れている場合 TJ=T+25 

 

2. 低出力 TTL と MOS と IIL 

2-1. ｹﾞｰﾄ数が 30 以下もしくは

120 以下のﾘﾆｱｻｰｷｯﾄﾄﾀﾗﾝｼﾞｽﾀで

構成されている場合 TJ=T+5 

2-2. ｹﾞｰﾄ数が30超もしくは120

超のﾘﾆｱｻｰｷｯﾄﾄﾀﾗﾝｼﾞｽﾀで構成さ

れている場合 TJ=T+13 

 

T:周辺空気温度（℃） 

 

(2.1.5-3) 

最悪ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度 TJ(℃) 

ﾌﾟﾘﾝﾄ回路基板にはんだ付けされた部品

のｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ対ｹｰｽ熱抵抗θJC(℃/W)が不

明の場合の使用値 

TJ=TC+θJC・P 

 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾀｲﾌﾟ

(ｾﾗﾐｯｸのみ) 

ﾀﾞｲ面積 (mil2) 

>14 400 ≦14 400 

θJC(℃/W) 

ﾃﾞｭｱﾙｲﾝﾗｲﾝ 

ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞ 

ﾁｯﾌﾟｷｬﾘﾔ 

ﾋﾟﾝｸﾞﾘｯﾄﾞｱﾚｲ 

金属封止 

11 

10 

10 

10 

― 

28 

22 

20 

20 

70 

 

 

 

P(W):ｼｽﾃﾑに適用した際の最大消費電力 

TC(℃)：ｹｰｽ温度 

(5-17) 

見 直

し 有

り。 
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項 目 
MIL-HDBK-217C 

Notice 1 
MIL-HDBK-217F Notice 2 備考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞを除くす

べて 

（つづき） 

―――― 

ｹｰｽ温度 TCが不明の場合の使用

値 

 

環境 TC(℃) 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

35 

45 

50 

45 

50 

60 

60 

75 

75 

60 

35 

50 

60 

45 

 

 

(5-17) 

環境の範囲，及

びπ E の数値が

変更された。 

 

AIT→AIC (空:有

人輸送機) 

AUT→AUC (空:無

人輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:回転翼) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛行

中) 
CL (砲弾:発射

時) 

が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ(つづき) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ（つづき） 

 ﾊｲﾌﾞﾘｯ

ﾄﾞ 

個々の特定ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの故

障率λC 

個々の部品に関する 

λC をは以下の値を参照し

計算すること。 

 

・ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ：表 2.1.5-1 

，2.1.7-6 のπQ 

・ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体：品質ﾚ

ﾍﾞﾙ JANTXV の各ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ

半導体 

・抵抗器：ﾊﾟｯｹｰｼﾞ抵抗器

に対しては品質ﾚﾍﾞﾙ M の

各抵抗器。ﾁｯﾌﾟや基板抵抗

器の場合は，表 2.1.7-2 の

値を適用すること。 

・ｺﾝﾃﾞﾝｻ：品質ﾚﾍﾞﾙ M，作

動周囲温度 125 ℃の時の

各抵抗器 

 

(2.1.7-2，2.1.7-3) 

個々の特定ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの故障率λC 

 

下記のｺﾝﾎﾟｰ

ﾈﾝﾄﾀｲﾌﾟに対

してλC を決

定する 

λC を決定する時下

記を仮定すること 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯﾄ 

 

 

 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半

導体 

 

ｺﾝﾃﾞﾝｻ 

・C2＝0，πQ＝1，π

L＝1，・TJ：5.12 節に

よる，λBP＝0 

(VHSIC に対して)。 

・πQ＝1，πA＝1，

πE＝1，TJ：6.14節

による。 

・πQ＝1，TA＝ﾊｲﾌﾞ

ﾘｯﾄﾞｹｰｽ温度，πE＝

1 

 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞが受動ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの場合，こ

れらの計算にはπQ＝1，πE＝1および

TA=ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｹｰｽ温度と仮定すること。   

(5-9) 

ﾏｲｸﾛｻｰｷｯ

ﾄ，ﾃﾞｨｽｸﾘ

ｰ ﾄ 半 導

体，ｺﾝﾃﾞﾝｻ

以外のｺﾝ

ﾎﾟｰﾈﾝﾄの

故障率は

考慮しな

い（ﾊｲﾌﾞﾘｯ

ﾄﾞが受動ｺ

ﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの

場合を除

く）との仮

定が追加。 

 回路機能ﾌｧｸﾀ πF 

回路ﾀｲﾌﾟ πF 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 

ﾘﾆｱもしくは

ﾃﾞｼﾞﾀﾙのｺﾝﾋﾞ

ﾈｰｼｮﾝ 

1.0 

 

1.25 

 

(2.1.7-1) 

回路機能ﾌｧｸﾀ πF 

回路ﾀｲﾌﾟ πF 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 

ﾋﾞﾃﾞｵ，10 MHz<f<1 GHz 

ﾏｲｸﾛ波，f>1 GHz 

ﾘﾆｱ，f<10 MHz 

電 力 

1.0 

1.2 

2.6 

5.8 

21 

 

(5-9) 

見直し，拡

充有り。 

  ｶﾞﾘｳﾑ砒

素 MMIC

および

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

部品 
―――― 

部品適用ﾌｧｸﾀ πA 

適用 πA 

ｶﾞﾘｳﾑ砒素 MMIC 

低雑音及び低電力 

(≦100 mW) 

 

駆動及び高電力(>100 mW) 

 

 不明 

 

1.0 

 

 

3.0 

 

3.0 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部品 

 全てのﾃﾞｼﾞﾀﾙ適用 

 

1.0 

 

(5-8) 

新設 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

 

ｼﾘｺﾝ（一般用），ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ（一

般用） 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質* 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ** 

0.15 

0.3 

1.5 

7.5 

15.0 
 

＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  
＊＊有機材料で封止されたか

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞされたﾃﾞﾊﾞｲｽ 

（2.2.4-1 表 2.2.4-2） 

 

 

一般用ｱﾅﾛｸﾞ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ 

電力用整流器，ﾌｧｽﾄﾘｶﾊﾞ

ﾘ 

電力用整流器/ｼｮｯﾄｷ電

力用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

高圧積層電力用整流器 

ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄｻﾌﾟﾚｯｻ/ﾊﾞﾘｽﾀ 

電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 

電圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび電圧

基準用（ｱﾊﾞﾗﾝｼｪとﾂｪﾅ） 

 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

 

 

（6-3） 

πＱの数値が

変更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

 

 

（2.2.4-1 表 2.2.4-1） 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

（6-3） 

環境の範囲，

及びπ E の数

値が変更され

た。 

 

AIT→AIC (空:

有人輸送機) 

AUT→AUC (空:

無人輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:回転

翼) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛

行中) 
CL (砲弾:発

射時) 

が 追 加 さ れ

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（つづき） 

 

電圧調整用(ﾂｪﾅ,ｱﾊﾞﾗﾝｼｪ) 

電圧基準用(ﾂｪﾅ,ｱﾊﾞﾗﾝｼｪ) 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質* 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ** 

0.3 

0.6 

3.0 

15 

30 

 

 
＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  
＊＊有機材料で封止されたか

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞされたﾃﾞﾊﾞｲｽ 

（2.2.5-1 表 2.2.5-2） 

一般用ｱﾅﾛｸﾞ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ 

電力用整流器，ﾌｧｽﾄﾘｶﾊﾞ

ﾘ 

電力用整流器/ｼｮｯﾄｷ電

力用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

高圧積層電力用整流器 

ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄｻﾌﾟﾚｯｻ/ﾊﾞﾘｽﾀ 

電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 

電圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび電圧

基準用（ｱﾊﾞﾗﾝｼｪとﾂｪﾅ） 

 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

 

 

（6-3） 

πＱの数値が

変更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

（2.2.5-1 表 2.2.5-1） 

 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

（6-3） 

環境の範囲，

及びπ E の数

値が変更され

た。 

 

AIT→AIC (空:

有人輸送機) 

AUT→AUC (空:

無人輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:回転

翼) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛

行中) 
CL (砲弾:発

射時) 

が 追 加 さ れ

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（つづき） 

 

ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ検波

器，ｼﾘｺﾝおよびｹﾞﾙﾏﾆｳﾑﾐｷｻ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質* 

1.0 

2.0 

3.5 

5.0 

 

 
＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  

（2.2.7-1 の表 2.2.7-2） 

 

一般用ｱﾅﾛｸﾞ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ 

電力用整流器，ﾌｧｽﾄﾘｶﾊﾞ

ﾘ 

電力用整流器/ｼｮｯﾄｷ電

力用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

高圧積層電力用整流器 

ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄｻﾌﾟﾚｯｻ/ﾊﾞﾘｽﾀ 

電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ 

電圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび電圧

基準用（ｱﾊﾞﾗﾝｼｪとﾂｪﾅ） 

 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

 

 

（6-3） 

πＱの数値が

変更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

10 

15 

25 

40 

50 

50 

50 

80 

200 

 

 

 

（2.2.7-1 表 2.2.7-1） 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

（6-3） 

環境の範囲，

及びπ E の数

値が変更され

た。 

 

AIT→AIC (空:

有人輸送機) 

AUT→AUC (空:

無人輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:回転

翼) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛

行中) 
CL (砲弾:発

射時) 

が 追 加 さ れ

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

(つづき) 

ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ，ﾄﾝﾈﾙ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質＊ 

0.5 

1.0 

5.0 

25.0 
 

＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  

 

 

 

(2.2.8-1 表 2.2.8-1) 

ｼﾘｺﾝｲﾝﾊﾟｯﾄ 

ｶﾞﾝ/ﾊﾞﾙｸ効果 

ﾄﾝﾈﾙと逆（ﾐｷｻ，検波器含

む） 

PIN 

ｼｮｯﾄｷﾊﾞﾘﾔｰ（検波器を含

む）および点接触 

ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

(ｼｮｯﾄｷを除く全てのﾀｲﾌﾟ) 

品質＊ πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.5 

1.0 

5.0 

25 

50 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

(ｼｮｯﾄｷ) 

品質＊ πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.5 

1.0 

1.8 

2.5 

- 

 

 
* MIL-S-19500に規定され

ていない高周波部品のｸﾗｽ

に対しては，MIL-S-19500

と同一の要求に合致する

ﾃﾞﾊﾞｲｽとして，機器の品質

ｸﾗｽが定義されている。 

 

(6-5) 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ

部品が追加され

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

(つづき) 

ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ，ﾄﾝﾈﾙ 

 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

(2.2.8-1 表 2.2.8-1) 

ｼﾘｺﾝｲﾝﾊﾟｯﾄ 

ｶﾞﾝ/ﾊﾞﾙｸ効果 

ﾄﾝﾈﾙと逆（ﾐｷｻ，検波器

含む） 

PIN 

ｼｮｯﾄｷﾊﾞﾘﾔｰ（検波器を

含む）および点接触 

ﾊﾞﾗｸﾀ，ｽﾃｯﾌﾟﾘｶﾊﾞﾘ 

 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

2.0 

5.0 

4.0 

11 

4.0 

5.0 

7.0 

12 

16 

0.5 

9.0 

24 

250 

 

(6-5) 

環境の範囲、及び

πE の数値が変更

された。 

 

AIT→AIC (空:有人

輸送機) 

AUT→AUC (空:無人

輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛行中) 
CL (砲弾:発射時) 

が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

 

 

ｼﾘｺﾝ NPN，ｼﾘｺﾝ PNP，ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ

PNP，ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ NPN，ｼﾘｺﾝ電界

効果ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ（FET） 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質＊ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＊＊ 

0.12 

0.24 

1.2 

6.0 

12.0 

 

 
＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  
＊＊有機材料で封止されたか

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞされたﾃﾞﾊﾞｲｽ 

(2.2.1-1 表 2.2.1-3) 

(2.2.2-1 表 2.2.2-4) 

NPN，PNP，N-ﾁｬﾝﾈﾙｼﾘｺﾝ FET，

P-ﾁｬﾝﾈﾙｼﾘｺﾝ FET 

 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

 

(6-7) 

(6-8) 

π Ｑの数値

が変更され

た。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

 

(2.2.1-1 表 2.2.1-1) 

(2.2.2-1 表 2.2.2-1) 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

(6-7) 

(6-8) 

環 境 の 範

囲，及びπE

の数値が変

更された。 

 

AIT → AIC 

(空:有人輸

送機) 

AUT→AUC 

(空:無人輸

送機) 

に変更。 

 

ARW (空:ﾍﾘｺ

ﾌﾟﾀｰ) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛

行中) 
CL (砲弾:発

射時) 

が追加され

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

(つづき) 

ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質＊ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＊＊ 

0.5 

1.0 

5.0 

25.0 

50.0 

 

 
＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  
＊＊有機材料で封止されたか

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞされたﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 

(2.2.3-1 表 2.2.3-2) 

ﾕﾆｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

 

 

 

 

(6-9) 

πＱの数値が変

更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

 

(2.2.3 表 2.2.3-1) 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

(6-9) 

環境の範囲，及

びπEの数値が変

更された。 

 

AIT→AIC (空:有人

輸送機) 

AUT→AUC (空:無

人輸送機) 

に変更。 

 

ARW (空:ﾍﾘｺﾌﾟﾀ

ｰ) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛行

中) 
CL (砲弾:発射

時) 

が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 

1 

MIL-HDBK-217F Notice 2 備考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞ

ｽﾀ 

(つづ

き) 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾊﾟﾜｰﾄﾗ

ﾝｼﾞｽﾀ 

(周波数>200 MHz,平均出

力≧300 mW) 

 

基礎故障率 λb=0.10 

 

 

 

 

 

 

(2.2.9-1) 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ，RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

 

基礎故障率 λb 

 

周波数 

(GHz) 

出力電力(W) 

≦1.0  0.5   10   50    100 

≦0.5 

1 

2 

3 

4 

5 

0.038 0.039 0.040 0.050 0.067  

0.046 0.047 0.048 0.060 0.080 

0.065 0.067 0.069 0.086 0.110 

0.093 0.095 0.098 0.120 0.160 

0.13  0.14  0.14  0.17  0.23 

0.19  0.19  0.20  0.25 

 

周波

数 

(GHz) 

出力電力(W) 

200  300   400   500  600 

≦0.5 

1 

2 

3 

0.12  0.20  0.36  0.62  1.1 

0.14  0.24  0.42  0.74  1.3 

0.20  0.35 

0.28 

λb＝0.032exp｛0.354(F)+0.00558(P)｝ 

F = 周波数(GHz) 

P = 出力電力(W) 

 

注:出力電力はﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ全体の電力ﾚﾍﾞﾙ

を基準にし(もし 2 つ以上のﾄﾗﾝｼﾞｽﾀが互に連

結されているならば)ﾊﾟｯｹｰｼﾞの中の個々のﾄﾗﾝ

ｼﾞｽﾀには無関係とする。出力電力は能動ﾃﾞﾊﾞｲｽ

からの電力出力を表わすものであり，ﾊﾟﾙｽ用途

の場合のﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙを考慮すべきではない。ﾃﾞ

ｭｰﾃｨｻｲｸﾙは πAを決定するときに考慮されてい

る。 

 

(6-12) 

λｂの数

値が変更

された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

（つづ

き） 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

(周波数>200 MHz,平均出力≧300 

mW) 

 

温度ﾌｧｸﾀ πＴ 

（金ﾒﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ） 

T 

(℃) 

VC／BVCES 

電極：高融点金属一

金 

0.40 0.45 0.50 0.55 

100 

110 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0.1  0.2  0.3  0.4 

0.1  0.2  0.3  0.4 

0.1  0.2  0.3  0.4 

0.25 0.5  0.75 1.0 

0.25 0.5  0.75 1.0 

0.25 0.5  0.75 1.0 

0.25 0.5  0.75 1.0 

0.5  1.0  1.5  2.0 

0.5  1.0  1.5  2.0 

0.5  1.0  1.5  2.0 

0.5  1.0  1.5  2.0 

0.5  1.0  1.5  2.0 

 

πT=2(
VC

BVCES
-0.35) 

(T<125) 

πT=5(
VC

BVCES
-0.35) 

(125≦T<160) 

πT=10(
VC

BVCES
-0.35) 

(160≦T≦200) 

 

VC：動作電圧(Volt) 

BVCES：ﾍﾞｰｽ,ｴﾐｯﾀ短絡時のｺﾚｸﾀ-ｴﾐｯﾀ破

壊電圧(Volt) 

T：最高ｼ ｬ゙ﾝｸｼｮﾝ温度(℃) 

 

（2.2.9-3 表 2.2.9-4) 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

 

温度ﾌｧｸﾀ πＴ 

（金ﾒﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ） 

 

TＪ 

(℃) 

VS 

（VCE／BVCES） 

≦0.40 0.45 0.50 0.55 

≦100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0.10  0.20 0.30 0.40 

0.12  0.25 0.37 0.49 

0.15  0.30 0.45 0.59 

0.18  0.36 0.54 0.71 

0.21  0.43 0.64 0.85 

0.25  0.50 0.75 1.0 

0.29  0.59 0.88 1.2 

0.34  0.68 1.0  1.4 

0.40  0.79 1.2  1.6 

0.45  0.91 1.4  1.8 

0.52  1.0  1.6  2.1 

 

πT=0.1exp{-2903(
1

TJ+2903-
1

373
)} 

(VS≦0.40) 

πT=2(VS-0.35)exp{-2903(
1

TJ+273-
1

373
)} 

(0.4<VS≦0.55) 

VS=VCE／BVCES 

VCE：動作電圧(Volt) 

BVCES：ﾍﾞｰｽ,ｴﾐｯﾀ短絡時のｺﾚｸﾀ-ｴﾐｯﾀ破壊電

圧(Volt) 

TJ：最高ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度(℃) 

 

(6-12) 

πＴの数

値 が 変

更 さ れ

た 

。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽ

ﾀ 

（つ

づ

き） 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

(周波数>200 MHz,平均出力≧300 

mW) 

 

温度ﾌｧｸﾀ πＴ 

(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾒﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ) 

 

T 

(℃) 

VC／BVCES電極：ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

0.40 0.45 0.50 0.55 

100 

110 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0.38 0.76 1.1  1.5 

0.57 1.1  1.7  2.3 

0.83 1.7  2.5  3.3 

1.0  2.0  3.0  4.0 

1.2  2.4  3.6  4.8 

1.7  3.4  5.1  6.8 

2.4  4.7  7.1  9.4 

3.2  6.5  9.7  13 

4.4  8.7  13   17 

5.8  12   17   23 

7.7  15   23   31 

10   20   30   40 

 

πT=3.96×107 (
VC

BVCES
-0.35)exp(-

5770

T+273
) 

(100≦T≦200) 

 

πT=7.58 (
VC

BVCES
-0.35) 

(T<100) 

 

VC：動作電圧(Volt) 

BVCES：ﾍﾞｰｽ,ｴﾐｯﾀ短絡時のｺﾚｸﾀ-ｴﾐｯﾀ破

壊電圧(Volt) 

T：最高ｼ ｬ゙ﾝｸｼｮﾝ温度(℃) 

(2.2.9-3 表 2.2.9-4) 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

 

温度ﾌｧｸﾀ πＴ 

(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾒﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ) 

TＪ 

(℃) 

VS（VCE／BVCES） 

≦0.40  0.45  0.50  0.55 

≦100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0.38   0.75   1.1   1.5 

0.57    1.1   1.7   2.3 

84      1.7   2.5   3.3 

1.2     2.4   3.6   4.8 

1.7     3.4   5.1   6.8 

2.4     4.7   7.1   9.5 

3.3     6.5   9.7   13 

4.4     8.8   13    18 

5.9     12    18    23 

7.8     15    23    31 

10      20    30    40 

 

 

 

πT=0.38exp{-5794(
1

TJ+273-
1

373
)} 

(VS≦0.40) 

 

πT=7.55(VS-0.35)exp{-5794(
1

TJ+273-
1

373
)} 

(0.4<VS≦0.55) 

 

VS      =  VCE／BVCES 

VCE：動作電圧(Volt) 

BVCES： ﾍﾞｰｽ,ｴﾐｯﾀ短絡時のｺﾚｸﾀ-ｴﾐｯﾀ破壊電圧

(Volt) 

TJ：最高ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ温度(℃) 

 

(6-12) 

πＴの

数式が

変更さ

れた。 
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項 目 
MIL-HDBK-217C 

Notice 1 

MIL-HDBK-217F Notice 

2 
備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

（つづき） 

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾊﾟ

ﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 

(周波数>200 MHz,平

均出力≧300 mW) 

 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

 

（2.2.9-4 

表 2.2.9-6） 

ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ RF ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾄﾗﾝ

ｼﾞｽﾀ 

 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

2.0 

5.0 

4.0 

11 

4.0 

5.0 

7.0 

12 

16 

0.5 

9.0 

24 

250 

 

(6-13) 

環境の範囲，及びπEの

数値が変更された。 

 

AIT→AIC (空:有人輸送

機) 

AUT→AUC (空:無人輸送

機) 

に変更。 

 

ARW (空:ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

MF (ﾐｻｲﾙ:飛行中) 
CL (砲弾:発射時) 

が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 ｻｲﾘｽﾀとSCR 

 

ｻｲﾘｽﾀ 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

  

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質＊ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＊＊ 

0.5 

1.0 

5.0 

25 

50 

 

 
＊ﾊｰﾒﾁｯｸ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ  
＊＊有機材料で封止されたかﾊﾟｯ

ｹｰｼﾞﾝｸﾞされたﾃﾞﾊﾞｲｽ 

(2.2.6-1 表 2.2.6-2) 

ｻｲﾘｽﾀ，SCR，Triac 

 

品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 

ＪＡＮＴＸ 

ＪＡＮ 

下級品質 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 

1.0 

2.4 

5.5 

8.0 

 

 

 

(6-18) 

πＱの数値が変

更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

NS 

AIT 

AUT 

GM 

NU 

AIF 

AUF 

ML 

1 

1 

5 

10 

12 

20 

25 

25 

25 

40 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2.2.6-1 表 2.2.6-1) 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

6.0 

9.0 

9.0 

19 

13 

29 

20 

43 

24 

0.5 

14 

32 

320 

 

(6-18) 

環境の範囲，及

びπE の数値が

変更された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 光電子部品 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED) 
光電子ｶﾌﾟﾗｰ（ｱｲｿﾚｰﾀ） 
LED 英数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
 
品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 
ＪＡＮＴＸ 
ＪＡＮ 
下級品質＊ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＊＊ 

1 
2 
10 
50 
100 

 

＊全てのﾊｰﾒﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ英数
字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲおよび JAN 以下
のﾊｰﾒﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞの LEDとｱｲ
ｿﾚｰﾀに適用 
＊＊有機材料で封止された全
てのﾃﾞﾊﾞｲｽに適用 
 

(2.2.10-1 表 2.2.10-2) 

受光素子，光結合素子，ｴ
ﾐｯﾀ，英・数字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
 
 
品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ＪＡＮＴＸＶ 
ＪＡＮＴＸ 
ＪＡＮ 
下級品質 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

0.7 
1.0 
2.4 
5.5 
8.0 

 
(6-19)，(6-20) 

πＱの数値が変
更された。 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 
SF 
GF 
AIT 

AIF 
NS 

GM 
NU 
AUT 
AUF 
ML 

1 
1 
2 
2.8 
5.6 
4 
4 
5 
4.2 
8.4 
10 

 
 
 

(2.2.10-1 表 2.2.10-1) 

環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

2.0 

8.0 

5.0 

12 

4.0 

6.0 

6.0 

8.0 

17 

0.5 

9.0 

24 

450 

 

(6-19)，(6-20) 

環境の範囲，及
びπEの数値が変
更された。 
 
AIT→AIC (空:有
人輸送機) 
AUT→AUC (空:無
人輸送機) 
に変更。 
 
ARW (空:ﾍﾘｺﾌﾟﾀ
ｰ) 
MF (ﾐｻｲﾙ:飛行
中) 
CL (砲弾:発射
時) 
が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ半導体（つづき） 

 光電子部品 

（つづき） 

 ﾚｰｻﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 
 
品質ﾌｧｸﾀ πＱ 

品質 πＱ 

ﾊｰﾒﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
非ﾊｰﾒﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
（ﾌｧｾｯﾄｺｰﾄ付） 
非ﾊｰﾒﾁｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
（ﾌｧｾｯﾄｺｰﾄなし） 

1.0 
1.0 
 

3.3 
 

 
(6-21) 

新設 

―――― 環境ﾌｧｸﾀ πＥ 

環境 πＥ 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

2.0 

8.0 

5.0 

12 

4.0 

6.0 

6.0 

8.0 

17 

0.5 

9.0 

24 

450 

 

(6-22) 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

電子管 

 受信管，

CRT，ｻｲﾗﾄﾛ

ﾝ，ｸﾛｽﾌｨｰﾙ

ﾄﾞ増幅管，

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾙｽ

管，送信

管，ﾋﾞｼﾞｺ

ﾝ，ﾄﾜｲｽﾄﾛ

ﾝ，低電力ﾄﾗ

ｲｽﾄﾛﾝ 

基礎故障率λｂ 

電子管のﾀｲﾌﾟ別に，各規格

や出力，周波数毎に表

2.3-1 で定義されている。 

 

 

 

 

 

 

(2.3-1～2.3-5) 

基礎故障率λｂ 

電子管のﾀｲﾌﾟ別に表で定義され

ている。 

ただし次の値が修正・追加され

た。 

ﾀｲﾌﾟ λｂ 

CRT 

ﾋﾞｼﾞｺﾝ 

 Sb2S3光導体材料 

 ｼﾘｺﾝﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ光

導体材料 

9.6 

 

51 

48 

 

(7-1) 

見直し有

り。ﾋﾞｼﾞｺ

ﾝを追加。 

 連続波動作ｸ

ﾗｲｽﾄﾛﾝ 

基礎故障率λｂ 

表 2.3-2 及び計算式で与

えられている： 

λｂ＝1.09P+0.0461F+29 

P：平均出力電力(kW) 

(0.l≦P≦100 かつ 

P≦8.0(10)6 F-1.7) 

F：動作周波数(MHz) 

(300≦F≦8 000)  

(2.3-4) 

基礎故障率λｂ 

表及び計算式で与えられてい

る： 

 λｂ＝0.5P+0.0046F+29 

  F：左記と同じ 

  P：左記と同じ 

 

 

 

(7-2) 

見 直 し 有

り。 

 ﾊﾟﾙｽ動作ｸﾗｲ

ｽﾄﾛﾝ 

基礎故障率λｂ 

表 2.3-3 及び計算式で与え

られている： 

λｂ＝2.94 F・P +66 

F：動作周波数(GHz) 

(0.2≦F≦6) 

P：ﾋﾟｰｸ出力電力(MW) 

(0.01≦P≦25 かつ 

P≦490F-2.95) 

(2.3-5) 

基礎故障率λｂ 

表及び計算式で与えられてい

る： 

 λｂ＝2.94F・P+16 

  F：左記と同じ 

  P：左記と同じ 

 

 

(7-2) 

同上 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

電子管（つづき） 

 受 信 管 ，

CRT，ｻｲﾗﾄﾛ

ﾝ，ｸﾛｽﾌｨｰﾙ

ﾄﾞ増幅管，

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾙｽ

管，送信管，

ﾋﾞｼﾞｺﾝ，ﾄﾜｲ

ｽﾄﾛﾝ，ﾊﾟﾙｽ

動作ｸﾗｲｽﾄﾛ

ﾝ，低電力用

ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ，連

続波ｸﾗｲｽﾄﾛ

ﾝ 

環境ﾌｧｸﾀ πE 

 

環境 πE 

GB 

SF 

GF 

AIT 

AIF 

NS 

GM 

NU 

AUT 

AUF 

ML 

0.5 

0.5 

1.0 

4.6 

9.2 

6.5 

6.9 

10 

5.7 

11.3 

80 

 

 

(2.3-6 表 2.3-4) 

環境ﾌｧｸﾀ πE 

 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

0.5 

1.0 

14 

8.0 

24 

5.0 

8.0 

6.0 

12 

40 

0.2 

22 

57 

1 000 

 

(7-2) 

環境の範
囲，及びπ

E の数値が
変更され
た。 
 
AIT → AIC 

(空:有人
輸送機) 
AUT→AUC 

(空:無人
輸送機) 
に変更。 
 
ARW (空:ﾍ
ﾘｺﾌﾟﾀｰ) 
MF (ﾐｻｲﾙ:
飛行中) 
CL (砲弾:
発射時) 

が追加さ

れた。 

 習熟ﾌｧｸﾀπＬ 

表 2.3-5 及び計算式が与えら

れている： 

 πＬ＝10 T-2.1   (1≦T≦3) 

＝10        (T＜1) 

＝1         (T＞3) 

T：実環境で使用されるように

なってからの年数 

(2.3-6) 

習熟ﾌｧｸﾀπＬ 

左記と同じ。 

 

 

(7-2) 

変更な

し。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

電子管（つづき） 

 進行波管 基礎故障率λｂ 

電子管の規格毎に表 2.3-1 で

定義されている。 

 

(2.3-1) 

基礎故障率λｂ 

表及び計算式で与えられてい

る： 

λｂ＝11(1.000 01)P (1.1)F 

 

P：定格電力(W)(ﾊﾟﾙｽの場合は

ﾋﾟｰｸ) 

(0.001≦P≦40 000) 

F：動作周波数(GHz) 

(0.1≦F≦18) 

(もし動作周波数が帯域または

２つの異なった値の場合は，

表を用いる時に両終端周波数

の幾何平均を用いること。) 

(7-3) 

故障率ﾓﾃﾞﾙ

の変更。 

 環境ﾌｧｸﾀπE 

 

 

 

（2.3-6 表 2.3-4） 

 

 

 

 

 

 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

AIT 

AIF 

NS 

GM 

NU 

AUT 

AUF 

ML 

0.5 

0.5 

1 

4.6 

9.2 

6.5 

6.9 

10 

5.7 

11.3 

80 

環境ﾌｧｸﾀπE 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

0.5 

1.5 

7.0 

3.0 

10 

5.0 

7.0 

6.0 

9.0 

20 

0.05 

11 

33 

500 

 

(7-3) 

環 境 の 範
囲，及びπE

の数値が変
更された。 
 
AIT → AIC 

(空:有人輸
送機) 
AUT→AUC 

(空:無人輸
送機) 
に変更。 
 
ARW (空:ﾍﾘｺ
ﾌﾟﾀｰ) 
MF (ﾐｻｲﾙ:
飛行中) 
CL (砲弾:
発射時) 

が追加され

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

電子管（つづき） 

 ﾏｸﾞﾈﾄﾛ

ﾝ 

 

基礎故障率λｂ 

ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝの規格毎に表2.3-

1 で定義されている。 

 

 

(2.3-2) 

基礎故障率λｂ 

ﾊﾟﾙｽ動作ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ 

λｂ＝19 F0.73 P0.20 

F：動作周波数(GHz) (0.1≦F≦

100) 

P：出力電力(MW) (0.01≦P≦5) 

 

連続波ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ（定格電力<5 kW） 

 λｂ＝18 

(7-4) 

ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝの故

障率ﾓﾃﾞﾙの

見直しに伴

い変更。 

 

―――― 

使用率ﾌｧｸﾀπＵ 

πＵ＝0.44+0.56R 

R＝放射時間／ﾌｨﾗﾒﾝﾄ通電時間 

(7-4) 

新設 

 

―――― 

構造ﾌｧｸﾀπC 

構造 πC 

連続波 

(定格電力＜5 kW) 

同軸ﾊﾟﾙｽ 

在来形ﾊﾟﾙｽ 

1.0 

 

1.0 

5.4 

 

(7-4) 

同上 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

電子管（つづき） 

 ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ 

（つづき） 

 

環境ﾌｧｸﾀπE 

 

（2.3-6 表 2.3-4） 

 

環境 πＥ 

GB 

SF 

GF 

AIT 

AIF 

NS 

GM 

NU 

AUT 

AUF 

ML 

0.5 

0.5 

1.0 

4.6 

9.2 

6.5 

6.9 

10 

5.7 

11.3 

80 

環境ﾌｧｸﾀπE 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

1.0 

2.0 

4.0 

15 

47 

10 

16 

12 

23 

80 

0.5 

43 

133 

2 000 

 

(7-4) 

環 境 の 範
囲，及びπE

の数値が変
更された。 
 
AIT → AIC 

(空:有人輸
送機) 
AUT→AUC 

(空:無人輸
送機) 
に変更。 
 
ARW (空:ﾍﾘｺ
ﾌﾟﾀｰ) 
MF (ﾐｻｲﾙ:
飛行中) 
CL (砲弾:
発射時) 

が追加され

た。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 

1 

MIL-HDBK-217F Notice 2 備 考 

12 故障率ﾓﾃﾞﾙのﾌｧｸﾀ（つづき） 

ﾚｰｻﾞ 

 ﾍﾘｳﾑとｱﾙｺﾞﾝ ﾚｰｻﾞ媒質故障率 λMEDIA 

 

(2.4-2,2.4-3) 

ﾀｲﾌﾟ λMEDIA 

He / Ne 

ｱﾙｺﾞﾝ 

84 

457 

ﾚｰｻﾞ媒質故障率 λMEDIA 

 

(8-2) 

ﾀｲﾌﾟ λMEDIA 

He / Ne 

He / Cd 

ｱﾙｺﾞﾝ 

84 

228 

457 

217Fでは， 

「He/Cd」が追記

された。 

 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ故障率 λCOUPLING 

 

(2.4-2，2.4-3) 

ﾀｲﾌﾟ λCOUPLING 

He / Ne 

ｱﾙｺﾞﾝ 

0.1 

6 

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ故障率 λCOUPLING 

 

*顕著なｱﾙｺﾞﾝﾚｰｻﾞの故障ﾒｶﾆ

ｽﾞﾑはｶﾞｽ媒質に関連する。し

かしながら，管が周期的に再

充填（予防保全）されるとき

には，ﾐﾗｰが放電領域に接して

いるならば，約 10４時間の動

作後に劣化すると予測され

る。 

(8-2) 

ﾀｲﾌﾟ λCOUPLING 

ﾍﾘｳﾑ 

ｱﾙｺﾞﾝ 

0 

6 

λCOUPLING  は，ﾍﾘｳﾑﾚ

ｰｻﾞでは値が変更

された。 

全てのﾚｰｻﾞ 環境ﾌｧｸﾀπE 

 

 

 

 

(2.4-10 表 2.4.7-1) 

環境 πE 

GB 

SF 

GF 

AIT 

AIF 

NS 

GM 

NU 

AUT 

AUF 

ML 

0.2 

0.2 

1.0 

3.5 

7.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.7 

11 

8.0 

環境ﾌｧｸﾀπE 

 

 

(8-2,8-3,8-4,8-6) 

環境 πE 

GB 

GF 

GM 

NS 

NU 

AIC 

AIF 

AUC 

AUF 

ARW 

SF 

MF 

ML 

CL 

0.3 

1.0 

4.0 

3.0 

4.0 

4.0 

6.0 

7.0 

9.0 

5.0 

0.1 

3.0 

8.0 

N/A 

環境の範囲，及

びπEの数値が変

更された。 

 

AIT→AIC(空:有人

輸送機) 

AUT→AUC(空:無人

輸送機) 

に変更。 

 

ARW(空:ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

MF(ﾐｻｲﾙ:飛行中) 
が追加された。 
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項 目 MIL-HDBK-217C Notice 1 MIL-HDBK-217F Notice 

2 

備 考 

13 付属書 

 付属書 A ｼｽﾃﾑ信頼度予測のﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ 

 

入門用としてｼｽﾃﾑ信頼度予

測のﾓﾃﾞﾙ化について以下の

項に分けて記載。 

・ｼｽﾃﾑ定義の方法 

・ｼｽﾃﾑ定義の展開 

・信頼度ﾓﾃﾞﾙの作成 

 

（A-1～A-30） 

部品点数法 

 

設計初期段階における

信頼度予測方法である

部品点数法について，計

算式および各種部品の

一般故障率表を記載。 

 

(A-1～A-13) 

部品点数法は，C 版

では本文に記載。 

付属書 B 信頼度計算のための近似法 

 

指数関数の表および各種数

式の近似式を記載 

 

 

 

 

 

 

 

（B-1～B-17） 

VHSIC/VHSIC 類似品およ

び VLSI CMOS(詳細ﾓﾃﾞﾙ) 

 

本冊 5.3節に記載されて

いる解析ﾓﾃﾞﾙの詳細版

を記載。 

詳細ﾓﾃﾞﾙでは，７つの故

障要因ごとに，故障率の

公式が定義されており，

これらの総和でﾃﾞﾊﾞｲｽ

の故障率を算出する形

式となっている。 

 

（B-1～B-6） 

個人用計算機の普

及により，不要とな

った数表等の替り

に，普及しつつあっ

た，大規模集積回路

のﾓﾃﾞﾙを追加。 

付属書 C 参考文献 

 

59+2(Notice1)件を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

（C-1～C-4） 

参考文献 

 

C 版の約 2/3 に相当する

38 件を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

（C-1～C-4） 

217Fでは，光ﾌｧｲ

ﾊﾞ，表面実装，

VHSIC に関するもの

等が新たに含まれ

ている一方，個別

の部品の信頼度予

測に関する文献は

数を減らしてい

る。 

ﾚｰｻﾞ，ﾓｰﾀ，高出力

ﾏｲｸﾛ波管，LSI に関

するもの，及び

MIL-HDBK等 10 件が

C 版からの再掲。 

 
 
 



 

Z 9011B 

解 65 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 紙 

  



 
Z 9011B 

解 66. 

72.

5  改正規格原案作成のための作業 

この規格は，次に示す一般社団法人電子情報技術産業協会会員の協力により，付属書の翻訳を

行い，その結果を基に，防衛省技術研究本部電子装備研究所センサ技術研究部技術分析官が主管

となり，改正規格原案（案）を作成したものである。 
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